


Die vorliegende Ubersicht enthait in gedréngter Form die wichtigsten Grenz- und Kenn-

daten der in der DDR gefertigten Halbleiterbauelemente.

Dem Anwender soll durch diese Ubersicht die Auswahl der jeweils in Frage kommenden
Typen erleichtert werden. Bauelemente, die nur noch fiir Ersatzzwecke vorgesehen sind,
wurden in diese Ubersicht nicht aufgenommen. Wir weisen darauf hin, daB wir uns

Anderungen, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten.

Spezielle Anfragen und Bestellungen sind an das jeweilige Herstellerwerk zu ricbten.

In a concise form the present survey gives the most important ratings and characteristics

of the semiconductor devices made in the GDR.

It purports to facilitate the selection of the specific types involved and does not extend

to components only meant for purposes of replacement.

We should like to point out that all the data mentioned are subject to alterations arising

from technological progress.

Special inquiries and orders kindly address to the manufacturer concerned.

Halbleiterbauelemente-Industrie der Deutschen Demokratischen Republik

Semiconductor component industry of the German Democratic Republic



Typenverzeichnis Type list

Typ Her- Seite
steller

producer page

A109D HFO 60 D204D HFO 12 SAM 64 FWE 80 SS 106 HFO 74
A110D HFO 60 " D210D HFO 12 SAM 65 FWE 80 SS 108 HFO 74
A202D HFO 40 D220D HFO 12 SAY 12 WF 78 SS 109 HFO 74
A210E HFO 40 D230D HFO 12 SAY 16 WF 78 SS 200 RWN 74
A 210K HFO 40 D240D HFO 12 SAY 17 WF 78 SS 201 RWN 74
A211D HFO 42 D251D HFO 12 SAY 18 WF 78 £33 202 RWN 74
A220D HFO 50 D254D HFO 12 SAY 20 WF 78 SS 216 RWN 74
A223D HFO 50 D274D HFO 12 SAY 30 RWM 78 SS 218 RWN 74
A225D HFO 46 OD39%D HFO 15 SAY 32 RWM 78 SS 219 RWN 74
A231D HFO 52 D410D HFO 14 SAY 40 RWM 78 OSSE 216 RWN 74
A232D HFO 52 D461D HFO 14 SAY 42 RWM 78 OSSE 219 RWN 74
A20D HFO 54 D492D HFO 14 SAY 73 WF 78 SSY 20 HFO 74
OA241D HFO 54 SAZ 54 WF 78
A244D HFO 44 E 100D HFO 8 SAZ 61 WF 78 ST 103 WF 87
A250D HFO 56 E103D HFO 8 SAZ 71 WF 78
OA255D HFO 56 E110D HFO 8 SU 160 GWS 75
A270D HFO 58 E120D HFO 8 SC 236 RWN 72 SU 161 GWS 75
A273D HFO 42 : :‘s;:g ::g g SC 237 RWN 72 SU 165 GWS 75
A274D HFO 44 SC 238 RWN 72
OA277D HFO 64 E 140D HFO 8 SC 239 RWN 72 :: : ;? :VV:: ::
A281D HFO 48 E 146C/D HFO 10 SC 239s RWN 72 Y 180 GWS X
OA283D HFO 46 E 147C/D HFO 10 SC 307 RWN 72 SV 150/ AGWS gé
A290D HFO 48 E150D HFO 8 SC 308 RWN 72 sy :35 GWS 86
A295D HFO 58 E 153D HFO 8 SC 309 RWN 72 Y 320 GWS 8¢
A301D HFO 64 E160D HFO 8 OSCE 237 RWN 72 SY 330 GWS 86
A302D RWN 67 : :;i g ::g : OSCE 238 RWN 72 SY 335 GWS 86
B109D HFO 60 E191D HFO 10 OSCE 239 RWN 72 OSY 360 GWS &
B110D HFO 60 E192C/D HFO 10 D 168 OWS 74 sz 60 GWS 8
B222D HFO 62 E193D HFO 10 D 60 OWS 74 SZX 18 WE o
OB260D HFO 62 E195D HFO 10 D 601 GWS 74 X 19 WF "
OB308D HFO ¢4 E204D HFO 12 SD 602 GWS 74 SZIX 21 WF 8
OB318D HFO 64 sV 20 WF 84
B340D HFO 66 XGD 160 RWN 77 S 126 HFO 73 sZY 21 WF a1
B341D HFO 66 XGD 170 RWN 77
SF 127 HFO 73 SZY 22 WF 84
OB#61G HFO 66 XGD 175 RWN 77 n STV 23 WF 84
OB462G HFO 66 XGD 180 RWN 77 SF 128 HFO 73
XOD 240 RWN 77 SF 1290 HFO 73 V11D EWE 16
0C520D HFO 61 XGD 241 RWN 77 SF 13 HFO 73 U12D FWE 16
XGD 242 RWN 77 SF 137 HFO 73 b
D100D  HFO/RWN 8 XGD 243 RWN 77 SF 225 RWN 73 3 ::j:‘ D m: 16
D103D HFO 8 XGD 244 RWN 77 SF 235 RWN 73 16
D110D HFO 8 SF 240 RWN 73
D120D HFO 8 XGF 145 RWN 76 SF 245 RWN 73
D122D HFO 10 GF 147 RWN 76 SF 357 RWN 72
D123D HFO 10 SF- 358 RWN 72
D126D HFO 8 MB 101 WF 69 SF 35 RWN 72
D130D HFO 8 MB 104 WF 69 SF 369 RWN 72
D140D HFO 8 MB 110 WF 69 OSFE 235 RWN 73
D146 C/D HFO 10 MB 111 WF 69 OSFE 245 RWN 73
D147C/D HFO 10
D150D HFO 8 SA 403 FWE 78 SM 103 FWE 76
D153D HFO 8 SA 412 FWE 80 SM 104 FWE 76
D160D HFO 8 SA 418 FWE 78 SMY 50 FWE 76
D172D  HFO 8 SAL 41 FWE 80 SMY 51 FWE 76
D174D HFO 8 SAL 43 FWE 80 SMY 52 FWE 76
D181D HFO 10 SAL 45 FWE &0 SMY 60 FWE 76
D191ID HFO 10 SAM 42 FWE 80
D192C/D HFO 10 SAM 43 FWE 80 SP 101 WF 68
D193D HFO 10 SAM 44 FWE 80 SP 102 WF 68
D195D HFO 10 SAM 45 FWE 80 SP 103 WF 68
D200D HFO 12 SAM 62 FWE 80 SP 201 WF 68
D201D HFO 12 SAM 63 FWE 80 SP 211 WF 68




Typenverzeichnis
Typ Her- Seite
steller

producer page

Type list

U 105D FWE 16 U3MD  FWE
V106D  FWE 16 U3s2D FWE
U107D  FWE 16 V401D FWE
U108D FWE 16 U402D  FWE
U109D  FWE 16 uso1D FWE
(SRER N FWE 18 Us05D  FWE
vu12D FWE 16 OouUss1D FWE
XU113F FWE 38 ouUss5C ZFTM
OU114D FWE 38 U705D FWE
OU118F FWE 38 OU706D FWE
v1i21D FWE 18 U710D  FWE
U122D  FWE 18 umnb FWE
v202D FWE/ OUs80s5D FWE
HFO 23 UsosD  FWE
u2s3D FWE 24 Us21D FWE
ou2s56C ZFTM 24 OousssD FWE

Hersteller-Verzeichnis

HFO VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
Leitbetrieb im VEB Kombinat Mikroelektronik

VEB Gleichrichterwerk GroBréschen
-im VEB Kombinat Mikroelektronik

GWG

GWS VEB Gleichrichterwerk Stahnsdorf
im VEB Kombinat Mikroelektronik

RWN VEB Réhrenwerk ,Anna Seghers” Neuhaus
im VEB Kombinat Mikroelektronik

X Nicht fiir Neuentwicklungen
O In Entwicklung

X Not for new developments
O Under development

16
16
22
22
24
25
26
26
36
36
35
35
37
18
34
28

ousseD  FWE 30 XVQB 71 WF 7
OuUss7D  FWE 32 XVQGB 73 WF 7
OuUssOD  FWE 20
Silizium- GWG
V@ 110 WF 70 freiflichen-
y :gn 120 WF 70 gleichrichter 88
12 WF 70
VOA 13 WF 70 5"?"' GWG
VOA 13-1 WF 70 gleich-
VQA 15 WF 70 lld‘t‘f “ aee ’5
VQA 23 WF 70 =
VQA 23-1 WF 70 Silicon GWG
VOA 25 WF 70 free-area
VQA 33 WF 70 retifiers 88
VOA 35 WF 70 Selenium- GWG
VOB 37 WF 7 retifiers 88 ...95
Producer list
FWE VEB Funkwerk Erfurt

RWM

WF

- ZFTM

im VEB Kombinat Mikroelektronik

VEB Réhrenwerk Miihlhausen
im VEB Kombinat Mikroelektronik

VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin
im VEB Kombinat Mikroelektronik

Zentrum fiir Forschung und Technologie
Mikroelektronik



Kurzzeichen

Auav

Qa, Qe
aAM
anN
asMm
ar

ali

b
BT/TT
Bvideo
Ce
Cnu
C

Cio

<)

Co
Caze
CMR
Ctot
CI

fy

fi

fm
fmﬂl

fosz

fo
fa
fr
f
(<
Gph

-9
hg] E

h21 .

lcav

Iceo

wirksame Fléichen

Spannungsverstérkung
des Aufnahmeverstérkers

Spannungsverstérkung
des Vorverstérkers

Schaltpegel
AM-Unterdriickung
Fremdspannungsabstand
Monobalance
Trégerunterdriickung
Ubertragsdémpfung
Breite
Bildtréiger/Tontréigerverhéitnis
Videobandbreite
Gehdusekapazitdt
Eingangskapazitét
Eingangskapazitdt
Isolationskapazitdt
Sperrschichtkapazitét
Lastkapazitdt
Ausgangskapazitét
Gleichtaktunterdriickung
Gesamtkapazitét
variable Kapazitat
Abstand, lichte Weite
Bolzendurchmesser
Beleuchtungsstéirke
Rauschfaktor

Frequenz, max. Taktfrequenz

Frequenzabweichung,
Modulationshub

Quarzfrequenz
Eingangsfrequenz
Modulationsfrequenz
Maximale Einsatzfrequenz

freilaufende Oszillator-
frequenz

obere Grenzfrequenz
Giitegrenzfrequenz
Transitfrequenz
2Zwischenfrequenz
Leistungsverstérkung

HF-Lajstungsverstirkung
in Basisschaltung

maximale Anhebung
maximale Absenkung
Héhe
Gleichstromverstérkung

KurzschluBstromverstdrkung
in Emitterschaltung

Basisstrom
Stromaufnahme
Basisstromspitzenwert
Kollektorstrom
Kollektorstrommittelwert

Kollektorstrom bei
offenem Emitter

lee
lces
leev

le(av)
IF(RMS)
IFM
lerM

lesm
le
lon

Ir(av)
lr(rMS)
M

kav

kvv

Ls

Kollektorstrom
Kollektor-Emitter-Reststrom

Kollektorreststrom bei in
Sperrichtung vorgespannter
Emitterdiode

High-Kollektorstrom
Low-Kollektorstrom
Kollektorstromspitzenwert
Drainstrom

Blockierstrom
Drainspitzenstrom
“Strahlstéirke

FluBstrom, FluBgleichstrom
Dauergrenzstrom
Effektiver DurchlaBstrom
ScheiteldurchlaBstrom

Periodischer SpitzendurchlaB-
strom

Nichtperiodischer Sp'itzenstrom
DurchlaBgleichstrom
Nenngleichstrom

Ziindstrom

Haltestrom

Eingangsstrom
Eingangsbasisstrom
Eingangsoffsetstrom
Laststrom

Lichtstérke

Sperrstrom

Sperrstrom (Momentanwert)
Betriebsstrom

Stromaufnahme des
unbelasteten Schaltkreises

DurchlaBstrom
Dauergrenzstrom
Effektiver DurchlaBstrom
Periodischer Spitzenstrom
Lichtstdrke

Z-Strom

Stabilitdt des Z-Stromes
Ausgangsstrom
Richtstrom
High-Ausgangsstrom
Low-Ausgangsstrom

Scheitelwert des
Ausgangsstromes .

periodischer Spitzensperrstrom
innere Verbindung

Kihlflache

Klirrfaktor

Klirrfaktor Aufnahmeverstérker
Klirrfaktor Vorverstérker
Lange

Leuchtdichte
Serieninduktivitat

Modulationsindex

ms

ns

Nown
Nov
Pin
Prsm

Ptot
Pv
Po

Rse
Ros
Ro
Ri

Rine
Rizr
Ru
Rs

R(h]n
RtMc
Ro
rF

R

rz

SeH
S/N
SVR

ta
tacc
tce
tco

toH
toHL
toLH
tow
towr
te

toe
thotd

tiH

tx

ton

tosz
tp
ta

nichtlineare Verzerrungen im
Blaukanal

Plattenzah!

Bolzenzahl
Ausgangslastfaktor
High-Ausgangslastfaktor
Low-Ausgangslastfaktor
HF-Eingangsleistung

Nichtperiodische Sperrverlust-
leistung

Totale Verlustleistung
Eigenleistungsaufnahme
Ausgangsleistung

" RastermaB

Basis-Emitter-Widerstand
Drain-Source-Widerstand
Generatorwiderstand
Eingangswiderstand
Isolationswiderstand
HF-Eingangswiderstand
ZF-Eingangswiderstand
Lastwiderstand

Serienwiderstand in der
Versorgungsleitung

Gesamtwédrmewiderstand
Innerer Wéarmewiderstand
Ausgangswiderstand
DurchlaBwiderstand
Sperrwiderstand
Z-Widerstand
Empfindlichkeit
Empfindlichkeit (Photostrom)
Signal-Rauschverhéltnis

Betriebsspannungs-
unterdriickung

Zugriffszeit

Zugriffszeit der Eingdnge
Periodendauer
Zugriffszeit

(Zuschaltung der Ausgdnge)
Datenhaltezeit
Einschaltverz8gerungszeit
Ausschaltverzégerungszeit
Datenbereitstelizeit
Schreiberholzeit
Abfallzeit

Ziindzeit

Haltezeit

Anstiegszeit des
Fernsteuerimpulses

Dauer des Ausgangs-
kurzschluBstromes

Ausschaltzeit
Einschaltzeit
Anschwingzeit
Taktimpulsbreite

Freiwerdezeit



tr
tre
trReF
tre
trwc
ts
tsetup
twc
tzu

tzuche

tzue
teor

too

TK
TKir

TKn
TKuz
TKuou

o

Ug,
Ugy

Un U;
Uan
usas
Uss
Use

lJBEnac

Ucer)
Ucs
Ucso

Uce
Uces
Uce
Ucerm

Ucesm

Anstiegszeit

Zyklusdauer Lesen
Auffrischperiode
Sperrerholungszeit
Zyklusdauer Lesen/Schreiben
Speicherzeit

Voreinstellzeit

Schreibzyklus

Zugriffszeit

Zugriffszeit des chip-enable-
Eingangs

Zeichengriffszeit
Reihenzugriffszeit
Zugriffszeit

(Abschaltung der Ausgdnge)
Temperaturkoeffizient

Temperaturkoeffizient
des DurchlaBstromes

Temperaturkoeffizient
der Lichtstérke

Temperaturkoeffizient
der Z-Spannung

Temperaturkoeffizient
der H-Ausgangsspannung

Gleichlaufabweichung

Ausgangsspannung des
Aufnahmeverstéirkers

Betriebsspannungen
NennanschluBspannung
BAS-Eingangsspannung
Subtratspannung
Basis-Emitter-Spannung

Basis-Emitter-Séttigungs-
spannung

Durchbruchspannung
Kollektor-Basis-Spannung

Kollektorsperrspannung
bei offenem Emitter

Kollektorspannung
Schlafspannung
Kollektor-Emitter-Spannung

Kotlektor-Emitter-Spitzen-
sperrspannung bei endlichem
Basis-Emitter-Widerstand
Kollektor-Emitter-Sperr-
spannung bei KurzschluB
zwischen Basis und Emitter

Hinweis:
Seiten 6 + 7 sind fremdsprachig

Uceo

Ucer

Ucksae

Ucev

Ucio

Uos
Uoo
Uor
Uoe
UbrM

Uos
Uosm

Ubwm
Ue
Ueso
Ur
Ursw
AUrsw

Ucs
Use
Uas
Uer
Unr
Ui

U
uID
lchn

Uinr
Uimax
Uimin
Uio
Uio
l]lp

lJllcg
UireHr

Kollektor-Emitter-Sperr-
spannung bei offener Basis

Kollektor-Emitter-Sperr-
sponnung bei endlichem
Basis-Emitter-Widerstand

Kollektor-Emitter-Séttigungs-
spannung
Kollektor-Emitter-Sperr-
spannung bei in Sperrichtung
vorgespannter Emitterdiode

Kollektor-Substrat-
Sperrspannung
Taktspannung
Drain-Bulk-Spannung
Drainspannung
Ton-ZF-Ausgangsspannung
Drain-Gate-Spannung
Periodische Spitzenblockier-
spannung
Drain-Source-Spannung
Nichtperiodische Spitzen-
blockierspannung
Scheitelblockierspannung
Emitterspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
DurchlaBgleichspannung
Schwarzwertpegel

relative Schwarzwertpegel-
abweichung
Gate-Bulk-Spannung
Gatespannung
Gate-Source-Spannung
Ziindspannung
HF-Spannung
Eingangsspannung, Gleich-
takteingangsspannung
Eingangsspannung
Differenzeingangsspannung
Eingangsspannung
(Effektivwert)
HF-Eingangsspannung
Maximale Eingangsspannung
Minimale Eingangsspannung
obere Schwellspannung
Eingangsoffsetspannung
Pilotsignal-Eingangs-
Spannung
Regeleinsatzspannung
HF-Regeleinsatzspannung

Uirezr
Ur

Uiw
Unr
AUnr
Up
Un

Urnm
lle
Urrm

UrsM

UrwnM

Uss
Uss

Uz
4Uz
Uo
Uon
Uat

0-:3
49

A

41

Kurzzeichen

ZF-Regeleinsatzspannung
Eingangsspannung fiir
Begrenzungseinsotz
untere Schwellspannung
NF-Ausgangspannung
NF-Abregelung
Pilotspannung

Sperrspannung,
Sperrgleichspannung
Scheitelsperrspannung
Impulssperrspannung
Periodische Spitzen-
sperrspannung
Nichtsperiodische
Spitzensperrspannung

Scheitelsperrspannung
Betriebssperrspannung
Source-Bulk-Spannung
Sourcespannung
Schwellspannung
Z-Spannung

Stabilitat der Z-Spannung
Ausgangsspannung
High-Ausgangsspannung
Low-Ausgangsspannung
Ubersteuerung
Mischverstérkung
Spannungsverstdrkung

geschlossene Spannungs-
verstéirkung

Verstérkungsregelbereich

Regelumfang der
ZF-Verstarkung

Impulsenergie

Steilheit
HF-Ausgangsimpedanz
ZF-Ausgangsimpedanz
Umgebungstemperatur
Gehdusetemperatur
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperatur
Temperaturdifferenz
Emissionswellenléinge

Wellenléinge maximaler
Emission

Spektrale Halbwertsbreite



Integrierte Schaltkreise

TTL-Schaltkreise (Normalreihe)
TTL circuits (standard series)

Integrated circuits

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
electrical characteristics

Us = 0...+47V Us = 475...525V Uoo < 04V
U = —08 ... 455V Pa = 0...470°C (Reihe D10) Uon > 24V
Nov. = 103) (D 10 series) tonm. = 10ns bei Us =5V
Nonw = 103) (D100 ... D 174) Pa = -25...485°C (Reihe E 10) torw = 15ns at Jda = 25°C
Now = 203%) (E100 ... E174) (E 10 series)
L logische Funktion

Tye Art description logical function
D 100D 4 NAND-Gatter quadruple 2-input Y = AB
E 100D mit je 2 Eingéingen positive NAND gates
D 103D 4 NAND-Gatter quadruple 2-input Y = AB
E 103D mit je 2 Eingéingen positive NAND gates

Kollektor offen with open collector output
D 110D 3 NAND-Gatter triple 3-input Y = ABC
E 110D mit je 3 Eingéingen positive NAND gates
D 120D 2 NAND-Gatter dual 4-input Y = ABCD
E 120D mit je 4 Eingéingen positive NAND gates
D 126D 4 NAND-Gatter quadruple 2-input Y = AB
E 126D mit je 2 Eingdngen positive NAND gates

Kollektor offen 1) with open collector output )
D 130D 1 NAND-Gatter 8-input Y = ABCDEFGH
E 130D mit 8 Eingéngen positive NAND gates
D 140D 2 NAND-Gatter dual 4-input Y = ABCD
E 140D mit je 4 Eingéingen positive NAND buffers

No = 30 No = 30
D 150D 2 AND-NOR-Gatter dual 2-wide 2-input Y, = (AB)4(CD)+X
E 150D mit je 2X2 Eingéingen AND/NOR gates AR L

Y, =

1 Gatter erweiterbar 1 gate expandable 2 (AB)-+(CD)
D 153D 1 AND/NOR-Gatter expandable 4-wide 2-input Y = (AB)+(CD)+(EF)+(GH)-+X
E 153D mit 4X2 Eingéngen AND/NOR gates

Gatter erweiterbar
D 160D 2 Expander dual 4-input expanders ?) X = ABCD
E 160D mit je 4 Eingéingen 2)
D,172D J-K-Master-Slave J-K-master-slave
E 172D Flipflop mit je flip-flop with

3 J- und 3 K-Eingéingen 3-J-and 3-K-inputs
D 174D 2 positiv flanken- dual D-type positive Q (tney) = D (tn)
E 174D getriggerte D-Flipflop edge-triggered

flip-flops

) Uon < 15V ) Uon < 15V

2) zur Erweiterung des D 150 bzw. D 153
3) No =1 entspricht lo. = 1,6 mA
bzw. —lon = 40 yA

?) for expansion of D 150 or D 153
3) No =1 corresponds with loL = 1,6 mA

and —lon = 40 gA



Integrierte Schaltkreise
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Integrierte Schaltkreise Integrated circuits

TTL-Schaltkreise (MSI-Typen)
TTL circuits (MSI types)

Grenzdaten
max. ratings

Informationsdaten
electrical characteristics

Betriebsbedingungen
operating conditions

Us = 0... +7V Us = 4,75...525V U < 04V
Ui = —08... +55V #a = 0...4+70°C (Reihe D 10) Uon > 24V
No = 109) (D 10 series)

Oa = -25...485°C (Reihe E 10)

(E 10 series)
f t t t
Typ Art description t:‘ln;'l‘z n’s nl:m nr;l.u
D 146C/D BCD-zu 7-Segment- BCD-decade to 7-segment <100 <100
E 146 C/D Dekoder/-Treiber 1)5) decoder/driver 1)%)
D.147C/D BCD-zu 7-Segment- BCD-decade to 7-segment <100 <100
E 147C/D Dekoder/-Treiber 1)%) decoder/driver 1)%)
D181 D 16-bit-Speicher (RAM) 3) 16-bit memory (RAM) 3)
D 191D 8-bit-Schieberegister 2) 8-bit shift register ?) >10 >25
E 191D
D192C/D Synchroner 4-bit-BCD- synchronous 4-bit BCD-decade >25 >20
E192C/D  Vor-/Riickwérts- up/down counter
Dezimalzéhler
D 193D Synchroner 4-bit- synchronous 4-bit binary >25 > 20
E 193D Vor-/Riickwdrts- up/down counter
Bindrzéhler

D 195D 4-bit-rechts-links 2) 4-bit right-shift left-shift 2) >20 >15
E 195D Schieberegister register

% Nor(a...g) =12, Non (Bl, RBO)=5
2) Not = 10, Non = 20
3) Uon > 55V, towr < 60ns

Leseverstcrker
Read-out amplifier

Y Uon =15V
5) Uonw =30V

6) No =1 entspricht loL = 1,6 mA bzw. —lon = 40 yA
No = 1 corresponds with lor = 1,6 mA and -lon = 40 gA

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
electrical characteristics

Us. —Us-=0...4+7V

Us+

—Us- = 4,75...525V

Uon > 24V

= =

Uip, Urer = =5... 45V Urer = 15...40mV U < 04V

U = —08...+55V da = 0...4+70°C Ur = Urer + 4 mV
D 122 D: Ur=Urer +4mV
D123 D: Ur=Urer + 7mV

L logische Funktion
Typ Art description logical function
D 122D

D 123D 2-Kanal-Leseverstérker

10

2-channel read-out amplifier

Y = G (A+52) (B+4Se)
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Integrierte Schaltkreise Integrated circuits

TTL-Schaltkreise (schnelle Reihe)
TTL circuits (high speed series)

Grenzdaten Betriebsbedingungen Informationsdaten

max. ratings operating conditions electrical characteristics

Us = 0...47V Us = 475 ... 525V Uoo < 04V

Ui =—08...455V ®a = 0... +70°C (Reihe D 20) Uon > 24V

No = 101 (D 20 series) tont = 7ns bei Us =5V
da = -25...485°C (Reihe E 20) torh = 7ns at #a = 25°C

(E 20 series)

logische Funktion

Typ Art description logical function
D 200D 4 NAND-Gatter quadruple 2-input Y = AB
mit je 2 Eingéngen positive NAND gates
D201 D 4 NAND-Gatter quadruple 2-input Y = AB
mit je 2 Eingéingen positive NAND gates
Kollektor offen with open collector output
D 204 D 6 Inverter six inverters ' Y=A
E 204 D
D210D 3 NAND-Gatter triple 3-input Y = ABC
mit je 3 Eingéingen positive NAND gates
D 220D 2 NAND-Gatter dual 4-input Y = ABCD
mit je 4 Eingéingen positive NAND gates
D 230D 1 NAND-Gatter 8-input Y = ABCDEFGH
mit 8 Eingéngen positive NAND gates
D 240D 2 NAND-Gatter dual 4-input Y = ABCD
mit je 4 Eingéingen positive NAND buffers
No = 30 No = 30
D251 D 2 AND/NOR-Gatter dual 2-wide 2-input Y = (AB)+4-(CD)
mit je 2X2 Eingdngen positive AND/NOR gates
D 254D 1 AND/NOR-Gatter 3-wide 2-input and Y = (AB)--(CD)+4(EFG)+-(H))
mit 3X2 und 1X3 1-wide 3-input
Eingéngen . positive AND/NOR gates
D274 D 2 positiv flankengetriggerte dual D-type positive Q(tn+1) =D(tn)
D-Flipflop edge-triggered flip-flops
) No = 1 entspricht lo. = 2mA ) No = 1 corresponds with
bzw. —lon = 50 gA loo. = 2mA and —low = 50 uA

12
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Integrierte Schaltkreise

Treiberschaltkreise
Driver circuits

Integrated circuits

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
electrical characteristics

D 394D
+Us = 475...525V
—Us = —=525... 475V
lot < 50 mA
lou < —=50mA
Uo. < 04V
Uon > 24V
D410D
Us < 35V Us = 14 ... 32V Uon > 12V bei lon = =3mA
at Un =5V
V] = —5... 44V No < 10 U < 14V lov = 1,6 mA
dauernd, continously Uik =175V
Uo = -=300... 4300V ?a = -25... +85°C Iz < -2mA Ui = 75V
UL=Uz = 5V
toorh < 12ms Us = 24V
(o) = 33 nF
tome < 4ms U =75V
D461 D
Us, = —-05...7V Us, = 475...525V Uond) > Us; =23V bei lon = —10mA
ot UL =08V
U, = —-05...25V U, = 475...24V Uod) < 03V loo. = 10mA
U, =15...28V
U < 55V fa = 0...+70°C Uod) < 05V loo = 40mA
Un =2V
Pvip, < 800 mW tone < 18ns Uy =5V
toohn < 20ns Us, = 20V
Pa = 25°C
D492D?)
Us = 0...10V Us = 45...10V Ucer < 1,2V)) bei Us = 10V
U = —5V...Us s = 0...470°C len < 200 pA at #a = 25°C
lev < 250 mA Is < 1mA Ue =5V
Peot < 400 mW h < 33mA le.. = 20mA
o logische Funktion
Typ Art description logical function
D 394 D Ansteuerschaltkreis Driver circuit for chopped stepping Al = K2 - Sy1 mit K2 = K1
fir gechopperte motors and magnets A2 = Sp-E1 '
Schrittmotore und Magnete A3 = Sp - E1
A4 = K&-5y2  mit K4 = K3
A5 = Sp - E2
A6 = Sp - E2
D410D 3 AND-Gatter mit Triple AND-gates with 2, 3 and Y1 = A1 B1 C1 DI
2,3 und 4 Eingéingen, 4 inputs, one inverting input Y2 = A2 B2 D2
wobei je einer Y3 = A3 D3
invertierend wirkt
D 461D 2 NAND-Gatter 2 NAND-gates Yo = A+ E
je Gatter 1 separater 1 separate input and output
Ein-/Ausgang; per gate; 1 common input
1 gemeinsamer Eingang
D 492D 6 Digittreiber six digit drivers Y =A

1) bei ICI. = lCLmnl
2) Emitter mit Masse verbunden
3) Spannung bezogen auf Masse

14

) ot ler = leimax
2) emitter connected to 0V
3) voltage refered to earth
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Integrierte Schaltkreise . Integrated circuits

MOS-Schaltkreise
MOS circuits

Grenzdaten  bei P oc Betriebsbedingungen Informationsdaten
max. ratings at e=0...70 operating conditions electrical characteristics
U, = =31... +03V -U, = 25...28V ~UoL = 10V
U, = =31... 403V U, = 15...135V -Uon < 1V
U = =25... 403V fa = 0...470°C UL = 9V
-Un < 2V
. logische Funktion
Tre Art description logical function
U101 D 2 Volladdierer dual 3-input single-bit s = e,(-éga+eze3)+;(.e-ze3+ezzs)
mit je 3 Eingéingen negative full adders i = ejertezestese
U102D 2 NOR-Gatter dual 3-input negative NOR gates a = e;tete;
mit je 3 Eingd&ngen
V103D  RST-Flipflop R-S-T-flip-flop
V104D 2 Aquivalenz- dual equivalent-anti-valent gates o = ee;terer
Antivalenzgatter
U105D 6 MOS-Feldeffekttransistoren six common-source common-bulk
mit gemeinsamen Source- field-effect transistors 1)
und Bulk-Anschliissen )
U 106D 4 NOR-Gatter quadruple 2-input negative a = e"+e2
mit je 2 Eingéingen NOR gates
V107D 3 AND-Gatter und triple 2-input negative AND and a = ee;; a1 = eq - €
1 AND/NAND-Gatter single 2-input negative
mit je 2 Eingéngen AND/NAND gates
vu108D 2 J-K-Master-Slave- dual 2-J-input 2-K-input
Flipflop mit je 2 J- und J-K master-slave flip-flop
2 K-Einglingen
Uu109D 9-bit-Paritésdetektor 9-bit even/odd parity detecxor
U112D Siebenstufiger seven-stage binary frequency divider
bindrer Frequenzteiler
U3 D 5-bit-Schieberegister mit 5-bit parallel-input parallel-output
direkter Parallelein- und shift register
-ausgabe
U 352D Dynamischer 64-bit- 64-bit serial dynamic memory
Serienspeicher
) siehe auch MOS-Feldeffekttransistoren ’ ) see MOS field-effect transistors again
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Integrierte Schaltkreise

MOS-Schaltkreise
MOS circuits

Integrated circuits

Grenzdaten  bei

Betriebsbedingungen

Informationsdaten

— 0,
max. ratings at #a=0...70°C operating conditions electrical characteristics
U, = =31...403V -U, = 25...28V -UoL = 10V
U = =31...403V -U, = 115...135V -Uonw < 1V
U = =25... 4+03V Oa = 0...4+70°C -UL = 9V
-Un < 2V

Typ Art description
U111 D Siebenstufiger maskenpro- seven-stage mask-programmed

grammierter Frequenzteiler. frequency divider. The division ratio of

Teilverhéltnis jeder Teiler- every divider stage will be programmed

stufe nach Kundenangaben from 2 to 16 by user specifications

von 2...16 programmiert
U121 D Synchroner 4-bit-BCD-Vor-/ synchronous 4-bit BCD-decade

Riickwartszdhler up/down counter with buffer store

mit Zwischenspeicher und | and 7-segment decoder

7-Segment-Decorder
U 122D Synchroner 4-bit-Vor-/Riick- synchronous 4-bit-binary up/down

wadrts-Bindrzéhler mit counter with buffer store and binary

Zwischenspeicher und bindrer and invert-binary output

sowie negierter bindrer

Ausgabe

Mikroprozessor
Microprocessor

U 808D Vollstindige Verarbeitungseinheit (ZVE) in p-Kanal- Complete central processor unit (CPU) fabricated in p-chan-

MOS-SG-Technologie fiir den Einsatz in Mikrorech-

nern.

— 8 bit-Parallel-ZVE auf einem Chip -

— 48 Basisbefehle

— maximale Taktfrequenz 500 kHz

nel-MOS-silicon-gate-technology for application in microcom-
puters,

8-bit-parallel-CPU on a single chip

— 48 basic instructions

— maximum clock frequency 500 kHz

— Befehlsausflihrungszeit typ 20 us — typical instructions cycle time 20 us

— Eingdnge und Takt TTL-kompatibel — inputs and-clocks TTL-compatible

— Ausgdnge low-power-TTL-kompatibel — outputs low-power TTL-compatible

— direkt adressierbare Speicherkapazitét — direct adressable memory of 16 K words

von 16 K Worten

— beliebige Erweiterung der Speicherkapazitéit
durch programmunterstiitzten Speicher-Bank- -

Betrieb

— indefinitite expansion of memory capacity through pro-
gramm supported memory-bank-operating

8 grading 14-bit adress stack with seven memory levels
— 7 free available data registers

— 8-stufiger 14 bit Adressen-Stapel-Speicher mit

7 nutzbaren Speicherebenen

— 7 frei verfligbare Datenregister
— Interrupt — Méglichkeit

— interrupt capability

18

P e L Pin-Anzahl
—+t - number
%] of pins
- ! n h |2m¢; b Typ
= 04
[y ] 18 20 24,5 7.5 U 808 D
M 24 27,5 32,0 15.0 UimbD
28 32,5 37,0 15.0 vu121D, U122D
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Integrierte Schaltkreise

Zentrale Verarbeitungseinheit—-CPU
Central processing unit-CPU

Integrated circuits

U 880 D Gate Technologie fiir den Einsatz innerhalb des Gate technology for use within the system of the Il. generation,
Systems der Il. Leistungsklasse mit folgenden Eigen- the properties of which are summarized below:
schaften: — command set contains 158 commands with 16-, 8-, 4- and
— Der Befehlssatz enthélt 158 Befehle mit 16-, 8-, single-bit instructions as well as additional addressing modes
4- und Einzel-Bit-Instruktionen sowie zusétzliche (subscripted, relative and bit-addressing)
Adressierweisen — the minimum instructions cycle time is 1.6 usec with a
(indizierte, relative und Bit-Adressierung) maximum clock frequency of 2.5 MHz
— Die minimale Befehlsausfithrzeit betrégt 1,6 us — the CPU comprises 21 internal registers and 1 command
bei einer maximalen Taktfrequenz von 2,5 MHz counter
— Die CPU enthalt 21 interne Register und Be- — there exist:
fehlszdhler 3 fast interrupt cases and moreover 1 additional no-mask-
— Es existieren: programmable interrupt
3 schnelle Interrupt Behandlungsarten und auBer- — 5V one-phase clock and a standard 5V d.c. voltage supply
dem ein zusétzlicher, nicht maskierbarer Inter- — connection of dynamic or static standard memory chips
rupt possible
— 5 V-Einphasentakt und eine Standard 5 V-Gleich- — integrated dynamic refresh-hardware
spannungsversorgung — the inputs are fully TTL-compatible, the outputs can drive a
— Der AnschluB von dynamischen oder statischen TTL-load
Standardspeicherchips ist méglich
— Integrierte dynamische Refresh-Hardware
— Die Eingdnge sind voll TTL-kompatibel, die Aus-
géinge kénnen eine Standard TTL-Last treiben
Befehlsgruppen Command Groups
— 8-Bit Ladebefehle — 8-bit load commands
— Registertausch — register changing
— 8-Bit arithmetische und logische Befehle — 8-bit arithmetic and logic commands
— Rotations- und Schiebe-Befehle — rotation and shift commands
— Ein- und Ausgabebefehle — input and output commands
— Riickkehrbefehle — return commands
— 16-Bit arithmetische Befehle — 16-bit arithmetic commands
— 16-Bit Ladebefehle — 16-bit load commands
— Blocktransport- und Suchbefehle — block transport and search commands
— Steuerbefehle — control commands
) — Bitoperationen — bit operations
— Rufbefehle — call commands
— Sprungbefehle — jump commands
Grenzdaten Informationsdaten bei
max. ratings characteristics at $a=10...70°C, Ucc =5V
Uecce = —-05...7V Ucce = 475...525V
U = —05...7V Un = —-05...08V
da = 0...70°C Un = 20...UccV
Peg = —=55...125°C Utce =-05...045V
Py = 11W Une = Ucc =02 ... UcecV
Uo. = 04V
Uon = 24V
lee = 200 mA
Iu = 10uA
te = 400...7
twicw)y = 180 ... 2000
twict) = 180 ... 2000
tr, tr = 30

N te = twich) + twict) 4 te + tr

20
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Integrierte Schaltkreise

Zeichengenerator 3200 bit
character generator 3200 bit

Integrated circuits

U 401 D Zeichengenerator mit einer Kapazitdt von 3200 bit
(64 Zeichen zu 50 bit). Die Wortbreite betragt
10 bit. Spaltenweise Ausgabe in einer 10X5 bit-
Matrix. Das Bitmuster, die Belegung der chip-
enable-Eingéinge  und  Spaltenauswahleingénge
werden nach Angabe der Anwender beim Hersteller
programmiert. Der Schaltkreis ist TTL-kompatibel.

Character generator with a capacity of 3200 bit (64 character
by 50 bit), 10 bit words- output of characters in a 10X5 bit
matrix by coulmns. The bit pattern and the availabilities of the
chip-enable-inputs and of the column selection inputs are
programmed by the producer on ahe basis of the datas of the
user. The circuit is TTL-compatible.

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
characteristics

Uy = =20... 403V U, = 11...13V tzve < 8us
U, = —-15... 403V U, = 0V taur < 4us
Ul = -20... +°,3 Vv U; = 4,75 e 5,25 \'} tzuche < 3 us
I = 1,6mA

O = 0...70°C

Zeichengenerator 2560 bit
character generator 2560 bit

U 402D Zeichengenerator mit einer Kapazitéit von 2560 bit

(64 Zeichen zu 40 bit. Die Wortbreite betrégt 5 bit.
Zeilenweise Ausgabe der Zeichen in einer 8 X5 bit-
Matrix.
Das Bitmuster und die Belegung des chip-enable-
Einganges des Schaltkreises werden nach Angaben
der Anwender beim Hersteller programmiert. Der
Schaltkreis ist TTL-kompatibel.

Character generator with a capacity of 2560 hit (64 character
by 40 bit), 5 bit words, output of characters in a 8X5 bit
matrix by rows.

The bit pattern and the avaiabilities of the chip-enable-inputs
are programmed by the producer on the basis of the datas
of the user. The circuit are TTL-compatible.

Grenzdaten
max. ratings

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
characteristics

U, = —-20... 403V -U, = 11.,..13V tzuche 510 ns
U, = -=15... +03V U = oV tzv 580 ns
U = =20 ... 403V U = 475...525V

da = 0...-70°C
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Integrierte Schaltkreise

Statischer Schreib-Lese-Speicher
Static random access memory

Integrated circuits

V202D

Statischer 1- K Bit-Schreib-Lese-Speicher (RAM)

n

— Adresseneingangsschaltung fiir 10 Adressen

n-Kanal-Si-gate-Technologie
— Speichermatrix mit 32 Zeilen und 32 Spalten -

Spaltendecoder mit Ein- und Ausgabeschaltung -
Zeilendecoder

Ein- und Ausgabesteuerung (CS, WE)

Steuerung fiir Ruhezustand

1-K bit (1024<1-bit) static random access memory in channel
silicon-gate-technology

memory matrix consisting of 32 rows and 32 columns
address input circuitry for 10 adresses
column decoder with data inpout circuitry

row decoder

inpout and outpout control

_standley power made

Grenzdaten (bezogen auf Uss)
max. ratings (related to Uss)

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
characteristics

Uec = -05...4+7V Ucc = 475...525V tacce < 400ns
Oseg = —65...125°C Un = -05... 408V tac > 400ns
Uin = 2V ... Ucc twe > 400ns
®a = 0...+70°C Uces > 2V
U < 04V lec < 45mA bei Ucc = 525V
Uow > 24V leccs < 30mA at Ucc = 2V
o1 Lcuen. | 1|—o4 » :j' zeicmen | 1 2
22 0———{2 |GENERAIOR 2 ! 22 2 G 3
no—fs [cemonl [0 foly [
}l—os 2 F—o4
240—]a e
25 4—o7
28 s s ]
19 (1] ol °
0 ? 7 10
" 3
' 1l zeicwen | 8 "
A S08IT
2 R2 Jee 9 1?2
J 3 LHARACTERD) m ‘3
80 - HAO] RAM
a] 6] |ar 40— A1
50-- —{A2
as(]2 15[] A so - a3
WE C 3 " ] Ay 70-—Ae
- 20——{AS
Ar E 4 3 :]CS 1o--—|ae 'so::'.';%':‘ 12
A2 E S 12 jDO 16 0-—-—A7[ sranc
150 8
a(Je n[Jor wolro
AAE 7 10 :]Ucc 130—CS|'
30—
se]e 9 [Juss to—Ip1
U 202D
+ e L Pin-Anzahl
number
of pins
| n || I2max b Typ
=
e 16 17,5 19,5 7.5 U 202D
24 27,5 32,0 15,0 U402D
28 32,5 37,0 15,0 V401D
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Integrierte Schaltkreise

Dynamischer Schreib-Lese-Speicher
Dynamic random access memory

Integrated circuits

U 253D Dynamischer 1024 bit-Schreib-Lese-Speicher (RAM)
p-Kanal-Si-gate-Technologie.

Speichermatrix mit 32 Zeilen und 32 Spalten
Adressenregister und Inverter fiir 10 Adressen
Zeilendecoder mit Lese-/Schreib-Verstarkern
Spaltendecoder mit Ein- und Ausgabeeinheit
Refreshverstdrker

Zyklussteuerung

Dynamic 1024-bit random access memory in p-channel-silicon
gate-technology.

— memory matrix with 32 rows and 32 columns

address register and inverter for 10 addresses

row decoder with read/write-amplifiers

column decoder with input-and output-unit

refresh amplifiers

cycle control

Grenzdaten (bezogen auf Uss)
max. ratings (relative to Uss)

Betriebsbedingungen
operating conditions

Informationsdaten
characteristics

Uop = —-25...+403V Us = 152...168V") trwec > 580 ns

Uss = —=25...-4+03V Uss —Uss =3 ... 4V)) tre > 480 ns

U = —25... +0,3V Oa = 0...70°C trer < 2ms

Uo = -=25... 403V Ru = 01...1kQ

ov

— Dynamischer Schreib-Lese-Speicher mit wahl-
freiem Zugriff (RAM) in n-Kanal-SGT "~

— Speicherkapazitdt 16 Kbit

— Organisation 16 KX 1 bit

— 3 Betriebsspannungen

) bezogen auf Uoo
U256 C

) relative to Uoo = 0V

Dynamic random access memory (RAM) in n-channel-SGT
store capacity 16 kbit

— organization 16 kX1 bit

3 operating voltages

Grenzdaten (bezogen auf Uss)
max. ratings (relative to Uss)

Informationsdaten (Spannungen bezogen auf

Uss =0V)

characteristics (voltage relative to Uss = 0V)

Uoo = -1 ... 415V Use = —4,5... 55V
Uce = —1...4+YHMV Ucc = 45...55V
Uroul- Anschl. —0,5 e +20V UDD = 10,8 v 13.2V
Ja = 0...70°C Ume?) = 27... 70V
Umn3d) = 24...70V
Ui = —-1...408V
trc = =375ns
tee!) = =>225ns
tREF = <2ms
) wird noch festgelegt ) will still be fixed
2 RAS, CAS, WRITE 2) RAS, CAS, WRITE
3) alle iibrigen Eingéinge 3) all the other inputs
%) tpc Page — Mode — Zykluszeit 4) toc page-mode-cycle time

Festwertspeicher
Read only memory

U 501 D Statischer Festwertspeicher (ROM) in MNOS-
Technik mit ‘einer Speicherkapazitét von 2048 bit.
Die Ausgabe erfolgt in 256 Worten zu je 8 bit. Die
Betriebsspannung ist taktbar. Der Schaltkreis ist
TTL-kompatibel. Das Bitmuster wird nach Angaben
der Anwender beim Hersteller festgelegt.

Static read only memory in MNOS-technology with @ memory
capacity of 2048 bit.

The output is 256 word by 8 bit. Operating voltage con be
clocked.

The circuit is TTL-compatible. Bit pattern is fixed by the pro-
ducer on the basis of datas of the user.

Grenzdaten Betriebsbedingungen

Informationsdaten

max. ratings operating conditions characteristics
U = —-20... 403V} U, = —945... -85V too < 300ns
U, = —=20... 4+03V)) U, = —945... —855V tco < 500ns
U = =20 ... +03VY) (VA =7]475... 525V tace < 1lps
% = 0...+470°C 0 =_0...+70°C

) bezogen auf U;
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Integrierte Schaltkreise

Festwertspeicher
Read only memory

Integrated circuits

U 505D Statischer maskenprogrammierbarer Festwertspeicher
(ROM) in n-Kanal-Silicon-Gate-Technik mit einer

Speicherkapazitit von 8192 Bit.

Zur Auswahl der Worte stehen 10 Eingéinge zur Ver-

Static mask-programmable read-only memory in n-channel-
silicon gate technology with a store capacity of 8192 bits. Out-
put in 1024 words by 8 bits.

Bit pattern is ordered according to FS 457.08.

fligung. Die Ausgabe erfolgt in 1024 Worten zu
8 Bit. Die Bestellung des Bitmusters erfolgt nach
FS 457.08.

Grenzdaten (bezogen auf Ucc)
max. ratings (relative to Ucc)

Informationsdaten
characteristics

Oy = -03...7V Uce = 475...525V
Uee = -03...7V I = 10pA
U = 0 ...70°C Uo. = 04V
#a = =55...4125°C Uow = 24V
lec = 120mA
o = 10pF
Co = 15pF
3o0—={a0l RAM
4 o—a1
2 O——iA2 RAM
a3 hwe 1
A2 JUSS 8 o
40 Jcs 7 o—dqAl Q=14
Al NAs » o lar
i p oo 13 o—iag| —o14
49 P48 g o—hadl e 16Kx1BIT
‘A6 JD/ 1. Batia-t Dynamisch
A5 Do g ol
A7 1Uss© 12 o—o1
U 253D U256 C
o3 24P Uz 2413 Uce
€2 23p U3 230 A8
e 22D U3 22 A9 01 9
ay 21 e4 30—1 | ROM 1}l—o 4 2101 02}—o010
a2 2000 e5 20—2 2—o 5 2001 C3 03 1"
a3 190 eg 10—3 306 1901 °
a4 18[] e7 210—4 407 188 1 04—o013
as 170 eg 20 0—{5 5 170 o8 05—o014
190—16 — 8
s 161 Uy 160 07 06(—015
. 18 6—o9
ay 1501 iv. o—7 1501 06 o7
7 10 016
ag 1403 che 170—8 | 256x8 o 140 05
Us 133 iV. 14 CE| BIT 8}—o 1 130 04 08 17
Uuso1 D
Die Anschliisse kdnnen mit Potentialen -5V < U < 12V
belegt werden.
terminals for potentials of =5V < U <12V
R T S Enm® Pin-Anzahl
I‘ ... number
S'J. of pins
o | n |1 lzmax b Typ
— * 16 17,5 19,5 7.5 u256C
. 18 20,0 24,5 7.5 U253D
24 27,5 32,0 15,0 U 501D, U505D
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Integrierte Schaltkreise

Statischer Festwertspeicher
Static Read-only memory

Integrated circvits

U551 D Statischer, elektrisch programmierbarer Festwertspei-
cher (PROM) in p-Kanal-SG-Technologie mit einer
Speicherkapizitit von 2048 bit.

— 8 Eingdnge zur Auswahl der Worte

— Ausgabe in 256 Worten zu 8 bit

— Chip-enable-Eingang che

— Zusammenschaltung der Dateneingénge der
Schaltkreise kann beliebig unter Beachtung der
angegebenen  Verzégerungszeiten, Eingangs-
strome, wirkender Lastkapazitéten und Stérkapa-
zitdten erfolgen.

— Betriebsspannung Uce zur Verringerung der Ver-
lustleistung taktbar.

Static, electrically programmable read-only memory (PROM) in

P-channel silicon gate technology with a storage capazity of

2048 bits.

— 8 inputs for selection of words

— output 256 words by 8 bits

— chip-enable-input

Interconnection of data inputs of the circuits may be arbitra-

rily accomplished, taking into account delay times, input cur-

rents, effective load capacitances and interfering capacitances

stated.

— Operating voltage Usec may be timed for reduction of
power dissipation.

Informationsdaten
characteristics

Grenzdaten (bezogen auf Ucc)
max. ratings (related to Ucc)

Use = —40V ... Uss 40,3V -Uge = 35...40V) —Ur = 40...48V))
= —-20V...03V? = 855...945V?2) = Uob ... 0,65V?)
U = Uoo=-48V...Uss+0,3V?) -Uoo = 46 ... 48V ) I = 3uA?)
= =20V ... 03V? = 855...945V?2) lss = 10... 100mA)
Use = 0...12V)) Uce = 475...525V? tace = 1lus
Oa = 25°C 4+ 10% ) Use = 108...132V)) tow > 25 us
= 0...70°C? -Un = —-03...2V) ton > 10 us
00 = —=55... +125°C?) = Ucc -2V...Ucc 403V?

) im Programmierbetrieb
2) im Lesebetrieb

Festwertspeicher-Schaltkreis
Read-only memory ~IC

) in programming operation
?) in reading operation

US55C — elektrisch programmierbarer, UV-l16schbarer Fest-
wertspeicher (EPROM) in n-Kanal-SGT
— Speicherkapazitit 8 Kbit

— Organisation 1KXx8 bit

— electrically programmable, UV-erasable read only
memory (EPROM) in n-channel-SGT

— store capacity 8 K bit

— organization 1 KX 8 bit

Grenzdaten (bezogen auf Uss)

Informationsdaten (Spannungen bezogen auf Uss = 0V)

max. ratings (relative to Uss) characteristics (voltage relative to  Uss = 0V)
Uo = —-03...20V Use = —4,75... =525V
Ucc = —-03...15V Uce = 475...525V
Uss = -03...15V Uoo = 11,4...126V
Ur = -03...32V U = 30... (Ucc+05V)
0a = 0 ...70°C Uivz?) = 11,4 ... 126V
Un = —03... 408V
tace < 450ns
teo < 120ns
tod < 120 ns

) Chip-Select, Adressen, Daten
?) CS/WE fiir Programmierung
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Integrierte Schaltkreise

13
12
(R
o1
02
03
04
05
06
07
08
Ucc

©O®NOOUVEWN=

- -
N -0

24

22
21

19|
18
”
16|
15
14

Uss1D

‘f

2 o—
1 o0—
21 o——
20 o0—
19
18 0—
17
14

PNV EWN =

PROM

256x8
BIT

—o 5
F—OG
—o7
—o0 8
—o 9
—o 10
1"

D® N OO N -

Integrated circuits

80—
70—
60—
50—
4(»—7

Jo—

22 0—

A0 [ePROM]
Al
A2
A3
A4
AS
A6

10
1

13
14
15

ONO VDL WN =

”

Pin-Anzahl

number

of pins

n h |2m¢1 b Typ

24 27,5 32,0 15,0 U551D, U555C
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Integrierte Schaltkreise

Schaltkreis fiir parallele Ein- und Ausgabe

Circuit for parallel input and output

Integrated circuits

U 855D Programmierbarer Parallel-Ein/Ausgabeschaltkreis in
n-Kanal-Slicon/Gate-Technologie fiir den Einsatz in-
nerhalb des Systems der |l. Leistungsklasse mit fol-
genden Eigenschaften:

Interruptmaéglichkeit im Quittungsbetrieb fiir

schnelle Anforderungsbearbeitung

Folgende Betriebsarten sind méglich:

- Byte-Ausgabe (Betriebsart 0 )

- Byte-Eingabe (Betriebsart 1)

- Byte-Ein/Ausgabe (bidirektionaler Betrieb, nur
fir Port A méglich) (Betriebsart 2)

+ Bit-Ein/Ausgabe (Betriebsart 3)

Interruptbearbeitung kann den Bedingungen des

peripheren Gerdtes angepaBt programmiert

werden

Ein- und Ausgénge sind TTL-kompatibel

Automatische Interrupt-Vektorerzeugung und

Prioritdtskodierung durch Kaskadierung der Bau-

steine

Ausgénge des Ports B sind fiir den direkten An-

schiuB von Darlington-Transistoren geeignet.

Programmable parallel input-output circuit in n-channel silicon

gate technology for use within the system of the Il. generation

with the following propoerties:

— interrupt capability with “handshaking” for speed comands

— the following operating modes are possible:

- byte-output (mode 0)

- byte-input (mode 1)

- byte-input/output (bidirectional operation, possible only

for port A) (mode 2)

+ bit-input/output (mode 3)

interrupt case can be programmed, adapted to the condi-

tions of the peripheral unit

— inputs and outputs are TTL-compatible

— automatic interrupt vector generation and priority coding
by cascading the modules

— the terminals of port B permit the direct connection of
Darlington-transistors.

Grenzdaten Informationsdaten  bei N
max. ratings characteristics at Yee =35V, 8a=0...70°C
Ue = -05...7V Uce = 475...525V
U = —-05...7V U = —05...08V
Oa = 0...70°C Uun = 20... UccV
Oseo = =55...125°C U = -05...045V
Py = 1,1W Unec = Ucc -02...UccV
Uon. = 04V
Uow = 24V
lec = 100 mA
] = 10pA
te = 400 ... )ns
twich) = 180 ... 2000 ns
twicr) = 180 ... 200 ns
te, to = 30ns

N te = twicH) + twict) + te F tr
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Integrierte Schaltkreise

4op) D3 19 oJBo ~ |Pio] Ko~ J—o 15
39 D4 20 o—{ D1 Al —014
38p) DS 10— D2 FY I
7P M1 40 o— D3 A3 Lo
36p) I0RQ 39 o— D4 :; —o 130
35p RO 38 o— DS [—o
SE o 30— D6 A6 —o8
33 86 A7 o7
321 85 20— D7 ARDY |—o 18
3 B4 16 ASTB o~ o 27
3op 83 7 8ST8 Bt |o28
29D B2 6 B/A 82 [—o29
2801 B1 50— c/b B3 [—030
7P 80 4 CE B4 |3
261 Uce a7 M1 85 }o32
ASTB 2sp ¢ 1R B6 }-o33
8578 240 1E1 36 Q 87 | o3
ARDY 2303 INT 35 RD BROY |0 21
2201 1E0 250— C INT 23
21 BROY 24 IE) 1EO r_—z 22
Uss UccC 1IEOINT IEI
| gle\m- Interne Interrupt
Datenbus  leitungen _| Steueriogik | Steuerung
Ll T S
o — s
Pl
¢ Hg ue ( Interner Bus 6 - Uce
3]V
Q——-—c
K?";'A Kanal B
/
; 1o~
® o |
9 10 ' %

Datenund Quittierungs.-
Steuerung signale
AO..A7 ARBY ASTB

Datenund Quittierungs-

Steuerung  signale

80..B7 BRODY.B8STB

Integrated circuits

U 855 D

data bus

control lines

CPU bus

internal control logic
interrupt control
internal bus

7/8 channel

9 data and control

10 handshaking signals

O e WN =

U 855 D
Blockschaltung
block diagram

Pin-Anzahl

number

of pins

n |1 lzmax b TYp

40 47,5 52,0 15,0 [VEEE)

~



Integrierte Schaltkreise

Serieller Ein-Ausgabeschaltkreis
Serial input/output circuit

Integrated circuits

U856 D Programmierbarer, zweikanaliger Serieller Ein-Aus- Programmable 2-channel serial input/output circuit in
gabeschaltkreis in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie n-channel silicon technology for use within the system of the
fir den Einsatz inrerhalb des Systems der Il. Lei- Il. generation, the properties of which are summarized below:
stungsklasse mit folgenden Eigenschaften: — 4 independent serial ports: 2 transmitter as well as receiver
— 4 unabhéngige serielle Ports: zwei Sender-, so- ports;

wie Empféngerports — asynchronous or synchronous mode;
— asynchrone oder synchrone Arbeitsweise — asynchronous data with 5, 6, 7 or 8 data bits, 1, 1ty or
— asynchrone Daten mit 5, 6, 7 oder 8 Datenbits, 2 stop bits and even or odd or no parity generation and/or
1,14/ oder 2 Stoppbits und gerader, ungerader parity check
oder keiner Paritéitserzeugung bzw. Paritéts- — parity, overflow and framing error detection
priifung — break generation and -detection
— Paritéts-, Uberlauf- und Rahmenfehlerkennung — all the inputs and outputs fully TTL-compatible
— Break-Erzeugung und Erkennung — clock variants: x1, x16, x32, x64
— alle Eingdinge und Ausgénge voll TTL-kompatibel — data transmission rates: 0 to 550 k bits/s
— Taktvarianten: x1, x16, x32, x64 — 4 inputs /4 outputs for MODEM-control
— Datenibertragungsraten: 0 bis 550 k bit/s — full operation after HDLC, including the processing of the
— 4 Eingénge / 4 Ausgidnge zur MODEM-Steuerung residual I-field
— volle Féhigkeit zur Arbeit nach HDLC einschlieB- — internal or external sign sync with automatic insertion of
lich Verarbeitung des I-Feld-Restes sync signs and flags
— interne oder externe Zeichensynchronisation mit — mode "address-field recognition”
automatischer Einfligung von Synchronisations- — mode ,sync byte suppression” with mono- and bisync
zeichen und Flags operation
— Betriebszustand , AdreBerkennung” bei SDLC/ — the high transmission rates and automatic CRC-generation
ADLC permit direct interconnection to floppy-disc-stores of double
— Betriebszustand , Synchronisationsbyteunter- density without requiring direct access
driickung” bei mono- und bisynchroner Arbeits- — received data and error register are buffered fourfold,
weise data to be transmitted twofold
— Die hohen Ubertragungsraten und die auto- — efficient interrupt structure by selective fixed or variable
matische CRC-Erzeugung gestatten die direkte interrupt rector
Zusammenschaltung mit Floppy-Disk-Speichern — CRC ~16 or CRC =C CITT — (0 and —1) —check polynomial
doppelter Dichte, ohne daB direkter Speicherzu- — valid received data protected from overrun
griff erforderlich ist —~ 5V one-phase clock and one single 5V d.c. voltage supply
— empfangene Daten und Fehlerregister sind Vier- — priority logic by cascading the modules
fach, zu sendende Daten zweifach gepuffert
— Leistungsf&hige Interruptstruktur durch wahlweise
festen oder variablen Interruptrektor
— CRC —16 oder CRC —C CITT — (0 und —-1) —
Priifpolynom
— giiltige empfangene Daten vor Uberschreiben
geschatzt
— 5V Einphasentakt und eine einzige 5 V-Gleich-
spannungsversorgung
— Prioritétslogik durch Kaskadierung der Bausteine

Grenzdaten Informationsdaten  bei

max. ratings characteristics at Pe=0...70°C Ucc =5V

Uee = -05...7V Uecc = 475...525V

U = -05...7V Un = -05...08V

fa = 0...70°C (VI = —=20... UccV

Bseg = —=55...125°C Ute = —05...045V

Py = 1,1W Une = Ucc —02 ... UccV

Uo. = 04V
Uow = 24V
lcc = 140 mA

- Iu = 10pA
te = 400 ... )ns
twicH) = 180 ... 2000 ns
twicty = 180 ... 2000 ns
t, tt = 30ns

Y te = twicH) + twieny) + te 4 tr
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Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits

-

U 856 D

40 o— Do
to— D1
39 0— D2
20— D3
38 D4
3 D5
370— 06
40— D7
or cff 350—9CE
03 d2 21 0—QRESET
ps 33 8 0—oM1
D7 Cla 36 0—9I0RQ
INT 5 32 0-9RD
1E1 O6 12 RxDA
1e0 47 13 c—ORxCA
U“" : 14 0—3 TxCA
VV_/-RB% 10 18 CT1SA
SYNCA Ot 19 DCDA
RxDA O12 28 o— RxDB
AxCA C)13 27 RxTxCB
TxCA (¥4 23 CTSB
TA G5 22 04 DCPB
o 0 oo
CisA CJi8 330—C/0
0CDA CJ19 6 o—IEI
C J20 20 C
WAl READY SYNCA
T+DA R:DA
| '" = -t —_——— {_ —_——
|
Emplanger.
\wmtomw
| L{:.".':t:‘_qm R
[
I
1
1
00 D7 Daven 8 [CHUBos |,
iD M1 1ORQ Stever 11 0 - )
BA c b Ce Bus D\' , U |

sync register
CRC-generator

transmitter-buffer
transmitter control
receiver control

O VO NOU & WN =

receiver sync register

12 receiver buffer

13 CRC tester

14 receiver error-buffer
15 CPU bus

16 internal control logic

Interner Datenbis 17

% 17 internal data bus
‘1 18 external status
J

FT
terne )
e n—n»‘_s
po e hem [

U 856 D  Blockschaltung
block diagram

transmitting multiplexer

transmitting-shit-bit-insert-register

control register (writing register WR)
status register (reading register RR)

receiver-shift-bit-strip-register

Pin-Anzahl

number

of pins

n I l2max b TYP

40 47,5 52,0 15,0 U 856 D

3



Integrierte Schaltkreise

Zéhler-Zeitgeber-Baustein
counter timer module

Integrated circvits

U 857D Programmierbarer Zé&hler-Zeitgeber-Baustein in n- Programmable counter timer module in n-channel silicon gate
Kanal-Silicon-Gate-Technologie fir den Einsatz in- technology for use within the system of the il. generation with
nerhalb des Systems der Il. Leistungsklasse mit fol- the following properties:
genden Eigenschaften: R — all the inputs and outputs are fully TTL-compatible
— Alle Ein- und Ausgénge sind voll TTL-kompatibel — merely a supply voltage of 4 5V is required
— Es wird nur eine -5V Versorgungsspannung — there exist 4 mutually independent software-programmable

benétigt 8-bit-counters, 16-bit-timer channels. Each of these channels
— Es existieren 4 voneinander unabhéngige, soft- can selectively be used as a counter or timer.
ware-programmierbare 8-bit-Zdhler, 16-bit-Zeit- — when obtaining counter or timer values, fixed due to pro-
geber Kandle. Jeder dieser Kandle kann wahl- gramme, interrupts may be programmed.
weise als Z&hler oder Zeitgeber verwendet wer- — automatic interrupt vector availability and priority coding
den. without additional circuit complexity by cascading the
Es sind Vorteiler durch 16 oder 256 fiir jeden modules
Zeitgeber-Kanal méglich. — the terminals (ZC /TO 1 ... TO 3) of the three protruding
— Es koénnen Interrupts bei Erreichen von pro- channels enable Darlington-transistors to be connected.
gramméBig festgelegten ZGhler- oder Zeitgeber- — the maximum counting frequency with the operating mode
Werten programmiert werden. “counter” is feso.
— Automatische Interrupt-Vektorbereitstellung und
Prioritatskodierung ohne zusatzlichen Schaltungs-
aufwand durch Kaskadierung der Bausteine
— Die Ausgdnge (ZC/TO 1 ... TO 3) der drei her-
ausgefiihrten Kandle sind zum AnschluB von
Darlington-Transistoren geeignet.
— Die moaximale Zahlfrequenz bei der Betriebsart
»Zdahler” ist fc/z.

Grenzdofen Informuti?n?duten bei 8a=0...70°C, Ucc =5V

max. ratings characteristics at

Ue = —05...7V Ucc = 475...525V

da = 0...70°C Ui = —0,5...08V

Pseg = =55...125°C U = 2 ... UccV "’

Py = 0,7W Ue = -05...08V

Une = Ucc —02 ... UccV
Uoo = 04V

Uow = 24V

lce = 100 mA

te = 400 ... ")ns

twich) = 180 ... 2000 ns
twict) = 180 ... 2000 ns

t, tr = 30ns

D te = twicH) + twicy) + tr + t
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25 o-—roo
26 o—{ D1
27 o—{ D2
28 o— D3
01 o— D4
02 o—{ D5
03 o—{ D6
04 o—{D7
16 0—QCE
D4 Oy 18 o—{KSo0
gz : 19 o—{Ks!1
o7 da 14 M1
Uss 05 10 0—0IORQ IE0 oM
AD 6 06 RD 2C/T00|—o 07
2c/t00 7 13 o— IEI 2C/TO1 }—o 08
zcro1 ds 23 o—{c/TRGo| |ZC/102f—0 09
ZC'_T_;J_z :) 22 o—{C/TRG1
'°|€g . 21 o—{C/TRG2
iNT di2 20 o—{C/TRG3
1€ 3 17 o—4RESET
M1 Ou 150—C INT 12
us8s7D
IEl IEO INT
Datenbus  Steuerbus Interne ,mf,,up! f
D0..07  CE.KSO.KS! ’ ;
M1 IORG. RD Steuverlogik 2 Steuerlogik 3
Intertace < . l l,,,,,,,,,, Bos 4 1 interface for CPU
| 2 internal control logic
RN 3 interrupt control logic
RESET C UgsUce 4 internal bus
Kanal Kanal Kagal Kagal 5 6, 7, 8 channel
2 ' s 7 8
U 857 D Blockschaltung
C/TRGO 2C/T00 C/TRG1 2ZC/Tor C/TRG2 2C/T02  C/TRG3 block diagram
- - Pin-Anzahl
number
of pins
| i ' n Iy lamax b Typ
A 28 32,5 37,0 15,0 U 857D
Slaga®
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Integrierte Schaltkreise Integrated circuits

Rechnerschaltkreis
Calculator circuit

U 821 D Vier-Spezies-Rechnerschaltkreis fiir den Einsatz im Four-rules circuit for use in pocket calculators.
Taschenrechner. — 4 operations (addition, subtraktion, multiplication, division)
— 4 Rechenarten — constant or chain operations
(Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) — floating point or fixed point results
— Konstanten- oder Kettenoperation — eight-digit display output
— Gleitkomma oder Festkomma -~ leading zero suppression
— achtstellige Ziffernanzeige ~ Indication of negative sign, input and result overflow
— Dunkeltastung der nicht benutzten Anzeige- — sign changing
elemente

— Anzeige von Negativergebnissen, Eingabe- und
Ergebnisiberfilllung
~ Vorzeichenwechsel

Grenzdaten  bei Betriebsbedingungen  be

i
max. ratings ot ¢ =0...70°C operating conditions qt 9¢=8...+70°C

Uoo = =20... 403V min typ max

Ugg = -20... 403V Uoo = 0 v

Ur = -20...+403V Uss = 66 7.2 8,1 v

Uio = -20... +03V Use = 66 7.2 8,1 v

Pwoe = 400 mW Urn = (Uss =1) ... Uss v

lons = 5mAY) Un = (Uee ~1) ... (Ucc+1)V?)

loab = 1,4mA te = 3,7 . 10 us

O = 0...70°C tmin = 4720 te psd)

1) lons < 7mA bei/at 8a < 45°C 3) KontaktschlieBzeit flir Dateneingabe

) Un=-81V closed contact time for data input
Bezeichnung der Anschliisse labelling of connexions

Cp ~ Takt - clock

KN, KO, KP, KQ — Eingabe — data input, keyboard input

D1...DN — Digitausgénge zur Steuerung — digit terminals to scan the keyboard

der Zahlenein- und -ausgabe for input an the display for output
SA ... SG — 7-Segment-Ausgéinge (Zahlen- — 7-segment outputs (data output)
ausgabe)

SP — Dezimalstellenkomma — floating point

LV. — interne Verbindung ~ Internal connexion

Uoo — Drainspeisespannung — Drain supply voltage

Use — Gatespeisespannung — Gate supply voltage

Uss — Sourcespeisespannung — Source supply voltage
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Integrierte Schaltkreise

Programmwahlschaltkreise

Programme switching circuits

Integrated circuits

U710 D 8-Kanal-Programmwahlschaltkreis zur vollelektroni- Eight-channel programme selection circuit for full-electronic
schen Programmumschaltung durch Beriihrungstasten programme changeover by touch plates in radio- and television
in Rundfunk- und Fernsehempféngern. Das Aus- receivers.
gangssignal ist bindr codiert. Zwei Schaltkreise The output signal is binary coded.

U710D k&nnen zu einer 16stelligen Einheit zu- Two switching circuits U 710 D can be interconnected to form
sammengeschaltet werden. Bei Fernbedienung wird a 16-position unit. For remote control, the internal ring counter
der interne Ringzéhler mit jedem Fernsteuerimpuls is switched further by one programme position with every
um eine Programmstelle weitergeschaltet. Die Ab- remote control pulse.

stimmspannung wird vom Schaltkreis U711 D ge- The tunig voltage is switched by the circuit U 711 D.

schaltet.

Grenzdaten Informationsdaten  bel o

max. ratings characteristics at ~U1=25...28V, 8. =25°C

U, = =31... 403V -Un < 2V -Uox = 3V bei —lo = 1mA

U = -25... 403V UL = 9V ~Uor < 9V at —=lo=1mA

B = 0 ...470°C the = 10 pus

Oseo = =55... +125°C te = 60 .., 200 us

U 711 D Binér-zu-1 ous 8-Dekoder zur Dekodierung der Binary 1-to-8 decoder for decoding the BCD channel infor-
BCD-Kanalinformation des U 710 D. Mit den Ein- mation of the U 710 D. With the single-transistor output stages
transistorausgangsstufen kann die Abstimmspan- the tuning voltage of an all-electronic tuner can be connec-
nung eines vollelektronischen Tuners geschaltet ted. In order to establish 16-position units, two U 711 D's must
werden. Um 16-stellige Einheiten aufzubauen, miis- be connected with their inputs in parallel.
sen zwei U711 D mit ihren Eingéngen parallel
geschaltet werden.

Grenzdaten Informationsdaten  bei o

max. ratings characteristics ot ~Ur1=25...28V, 9. =25°C

U, = =31...+403V -Un < 2V ~Uon < 1V bel =L = 0,25mA

Ui = -25... 403V -Un = 9V —Uon <2V at ~lt = 1mA

lo = —=3mA TKuon < 1mV/KY)

8 = 0 ... +70 °C

- 4 (U, —Uon)

) TKuow = ——7rp

15 o—{1 |SENSOR

3 2 10—3 8o0—1 | pc | 104

e4 (] ol 2 4 2 o9 2t—o3

e5( ut i : 70—2 3—o2

e6 [ eyl 4+—o01

e7( B e 3) °10 6o—4 sl—o16

8 a4 3 81 Kanal | " 50—18 6—o 15

eg (] a3 1 V| channel [* - 7—01

at a2 7 1o—V 8—o13

U7i0D

. Pin-Anzahl
number
of pins
| | n Iy lamax b Typ
04 16 17,5 19,5 7.5 U710D0, U D
S 28 32,5 37,0 15,0 U821 D

35



Integrierte Schaltkreise

Universeller Programmwahlschaltkreis

Universal programme switching circuit

Integrated circuits

~

U 705D Universeller 4-Kanal-Beriihrungstastenschaltkreis fiir Universal 4-channel touch plate circuit for employment in pro-
den Einsatz in der MeB-, Steuer- und Regelungs- cess instrumentation and control engineering and elektro-
technik sowie Elektroakustik zur Ablésung mechani- acoustics for replacing mechanical pushbutton sets.
scher Tastensétze. Up to 20 switching circuits can be interconnected. The inputs
Es sind bis zu 20 Schaltkreise miteinander verkett- and outputs of the switching circuits are compatible with TTL;
bar. Die Schaltkreiseingéinge und -ausgdnge sind the inputs are bounce free.

TTL-kompatibel, die Eingange prellfrei. Dependent and/or independent operating modes are possible
Abhéngig und/oder unabhéngige Betriebsarten by appropriately connecting the inputs. The integrated prefe-
sind méglich durch die entsprechende Beschaltung rence position circuit offers a defined initial position of the
der Eingdnge. Die integrierte Vorzugslagenschaltung outputs when switching on the operating voltage.

sorgt fir eine definierte Anfangslage der Ausgange

beim Einschalten der Betriebsspannung.

Grenzdaten Betriebsbedingungen bei o

max. ratings operating conditions at 92 < 50°C

U, = =20...-4+03VY fir MOS-Betrieb: fir TTL-Betrieb

U, = =15... +0,3V)) MOS conditions TTL conditions

Ui = -20... 403V -U, = 1760...1825V -U, = 1 ...13V

fg = —55...+125°C -U, = 1,5...135V U, =0

N = 0 ...+470°C Us = 0V +U; = 475...525V

) bezogen auf U; ) relative to Us

Thyristoransteuerschaltkreis
Thyristor selection circuit

U 706 D Thyristoransteuerschaltkreis in p-Kanal-MOS-Techno-
logie. Die Eingdnge sind mit integrierten Gate-
schutzdioden versehen. Auf Grund seiner technolo-
gisch bedingten hohen Storfestigkeit ist der U 706 D
als Ansteuerschaltkreis fiir netzgeldschte Stromrichter
(Thyristoren, Tria's) in der Leistungselektronik ge-
eignet. Auf Grund der im Schaltkreis enthaltenen
Funktionseinheiten Synchronisationslogik, Phasen-
spannungsiiberwachung, Kanalumschaltung, Zuord-
nung, Zindpulsbildung, Impulsmischung, Impuls-
sperre, Umsteuerung und Ausgangstreiber wird die
Steuerung leistungselektronischer Schaltungen durch
Phasenanschnitt, Pulsbetrieb, Schaltbetrieb oder
Schwingungsblocksteuerung nach dem Nullspan-
nungs- bzw. Nullstromverfahren ermdglicht.

Thyristor selection circuit fabricated with P-channel MOS tech-
nology. The inputs are provided with integrated gate-protec-
tive diodes. Because of its high insensitivity to disturbances,
due to technology, the 706 D is sultable for use as selection
circuit for mains turned-off rectifiers (thyristors, triacs) in power
electronics.

Due to the functional units synchronization logic, phase-voltage
monitoring, channel switching, allocation, firing-pulse gene-
ration, pulse mixing, pulse blocking, reversal and output driver,
incorporated in the circuit, the control of power- electronic
circuits by phase lag, pulse operation, switching operation or
vibration-block control by zero-voltage and zero-current me-
thods is made possible.

Grenzdaten  bei Informationsdaten bei

max. ratings at #a=0... +70°C characteristics at o = 25°C

U, = -31...03V -U, = 25...28V —Is = 6...15mA
Ui = 25...03V Uy = 0...2V UL = 9V

0o = 0 ...70°C -Uon = 05V —UoL = 12V

Gsg = —55...125°C Ru = 100k lou = 1pA
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Antriebssteuerschaltkreis
Drive control circuit

Integrated circuits

v 8osD

Antriebssteuerschaltkreis in p-Kanal-MNOS-Techno-
logie.

Der U 805 D beinhaltet eine digital wirkende lo-
gische Schaltung, die hauptséchlich aus einem Be-
fehlsteil und einem Meldeteil besteht. Er ist speziell
fir verdrahtungsprogrammierte Steuerungen von
Einrichtungs- und Zweirichtungsantrieben vorgesehen
und ersetzt gegeniiber bisherigen Steuerungen dis-
krete elektronische Bauelemente wie Relais, Tran-
sistoren, Freilaufdioden und Kondensatoren.

Drive control circuit fabricated with P-channel MNOS techno-
logy. The U805D type incorporates a digitally acting logical
circuit, primarily consisting of an instruction part and a
signalizing part.

Especially designed for wiring-programmed controls of one-and
two-directional drives. Compared with conventional controls the
U 805D replaces discrete electronic devices, such as relays,
transistors, free-running diodes and capacitors.

Grenzdaten
max. ratings

Informationsdaten
characteristics

U =U=UoL=-20... 403V —Un = =25V, =UL=10... 17,25
da = 0...70°C -Us = 15 -1,7V
dstg = =55...125°C ~Is = 20mA 42,25V
- = S50uA Us = Usmax
—UOH § 2.0 v Ul = USmox
—lon = 10pA —lo = 2mA
fe < 20kH:z Uo = Usmax
u s 2[]% 20— | genson- | 1 |—ot8 o]
w2 » gu 220——12 | SCHAU- It ' | ryrisTOR. 1}—0 4
qs 22f1e 30—13 | KREIS | 2—01 15 0—{2 | ANSTEUER.
o Y S— '} 16 o——43 | SCHALT- 2f——0 10
w(j4 ape — SENSOR- | 3f—>16 21 o—c1| kKREIS
6 o——{s 3}—03
~s 0h% CiRCUIT | | -
de oo 7 o—r1e | 18 >—1C% yuvmiston| , °
o » . 8 o—{7 sl—o 4 24 o—4 | SELEQION] [ °
NE: 18 g.' 0 o—ml8 ) . 1Bo—Ia |CrCUIT gl 54
v 7] o [" O
o 8o : P ] "‘:’ 6f—o 11
e:dw i 10 O——={10 _1-——0 20 2 5 - 2
';E" v 1 Oyt 8—o19 8 o—6 >0
od 2 " gu: 12 0—{12 o 6 o—7 8023
3 —
* 70—18 Of—o 17
urY? 50—18
U705D
22 o—{1 |Antriebs-
i teuer-
26 2 ssch:lt;xreis 1—o15
27013 Ihive
28 4 Control ot
20 0—5 [Circuit 2—o21 =
1 0—{6
2 0—7
30—8 3—o16 | ]
4 0—9
6 o—10 — 04
5 0—{N | 4—o19 —
9 o—{12 i
10 o—{13
11 o—14 5—o07
12 o—{15 — Pin-Anzahl
13 0—{16 number
14 o—{17 | 6/—o0 24 of pins
22 o____ig-‘ n Iy lamax b Typ
24 o—B 71—o23 24 27,5 32,0 15,0 U705D, U706 D
28 0—C 28 325 37,0 15,0 U 805D
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Uhrenschaltkreise
Watch circuits

Integrated circuits

U 113F  16stufiger Teilerschaltkreis fiir den Einsatz in Quarz- 16-stage-divider-circuit for use in crystal-controlled watches
ukren mit analoger Anzeige fiir eine Quarzfrequenz with analogue indication. The crystal frequency is 32,768 kHz.
von 32,768 kHz in CMOS-Technologie. The IC uses the CMOS-technology.

An zwel Ausgéingen werden jeweils 0,5 Hz Impulse Pulses of 0,5 Hz each, with opposite polarity, shifted by 1s to
entgegengesetzter Polaritét, die gegeneinander um one another, are provided on two outputs for driving a step
1 Sekunde verschoben sind, fiir die Ansteuerung motor.

eines Schrittmotors abgegeben. A third output provides a pulse sequence with a frequency of
Ein dritter Ausgang stellt eine Impulsfolge mit einer 4096 Hz for generation of a signal tone.

Frequenz von 4096 Hz zur Erzeugung elnes Signal-

tones bereit.

Grenzdaten Informationsdaten

max. ratings characteristics at P =25 °C, f = 32,768 kHz

Uo = —-02...430V Uobo = 1,35...165V

U = Us 402V loo = 3...6uA Ry = Ryp=

O =0...70°C Cx = 10pF, Uoo = 1,58V

Pseg = =55... +125°C tosz < 10s

U 114 D 4 MHz — Uhrenschaltkreis. Der Schaltkreis U 114
wird in batteriebetriebenen Wohnraumuhren und
Weckern eingesetzt. Die Frequenz des erforder-
lichen Quarzes betréigt 4.194.304. Hz. An den Aus-
glingen A 1 und A 2 stehen gegenphasig 0,5-Hz-Im-
pulse zur Ansteuerung eines Motors zur Verfligung.
Der Schaltkreis U 114 D verfiigt liber eine Wecklogik.

4-MHz — circuit for clocks. The IC U 114 is an special circuit ’
for battery-operated clocks and alarm-clocks. The used crystal
frequency is 4.194.304 Hz. At the outputs A1 and A2 are anti-
phase pulses (pulse frequency 0,5 Hz) for driving @ motor.

The U 114 has a built- in wake-logic.

Grenzdaten Betriebsbedingungen Informationsdaten bei

max. ratings operating conditions characteristics at Uoo = 1.5V, #a = 25°C

Uo = -03... 425V Uoo =12...17V Leerlaufstrom lop < 50 pA

U, = -03...Uop") da = =10... +70°C  no - load - current

Oq = =10... 4+70°C Ry, = 200 2 (Motor) Weckerausgangsstrom lw = 250 pA

daeg = —=55...+4125°C (motor) output current of the alarm-clock

U118 F  16-stufiger-Teilerschaltkreis fiir den Einsatz in Quarz- 16-stage divider-circuit for use in crystal-controlled watches
armbanduhren mit analoger Anzeige fiir eine Quarz- with analogue indication. The crystal-frequency is 32,768 kHz.
frequenz von 32,768 kHz in CMOS-Technologie. The IC uses the CMOS-technology.
Durch einen Reseteingang ist ein definiertes Stellen A reset- input is for a defined set of the watch.
der Uhr méglich. An den beiden Ausgéngen werden At the outputs are 0,5 Hz-pulses with an adjustment of 1.
0,5 Hz-Impulse, jeweils um 1s gegeneinander ver- The pulse — width ist 7,8 ms,
schoben, abgegeben. Die Impulse sind 7,8 ms lang The pulses are controlling a step motor with a load resistance
und steuern einen Schrittmotor mit einem Lastwider- of 1kQ.
stand von 1 k&. At a third output are impulses with a frequency of 4096 Hz for
Ein dritter Ausgang stellt eine Impulsfolge mit einer generation of a signal tone.
Frequenz von 4096 Hz zur Erzeugung eines Signal-
tones bereit.

Grenzdaten Informationsdaten

max. ratings characteristics da = 25°C, f; = 32,768 kHz

Uoo = —02...2V Upp = 135... 165V

U = Uoo+02V loo < 1.5pA Ry = R = ©

O = 0...70°C Cx = 10pf, Uoo = 1,55V

feg = =55...125°C tosz < 5s

) bezogen auf Uss (Masse)

1) relative to Uss (earth)



Integrierte Schaltkreise . Integrated circvits

Uhren.
7 >11 l:;:':t?kieis o1

7 1o ia|O1 2
8 12|Watch 3

. tch
so—pi2[Watch o2 ach
03 40— IR 03| 6
UN3F Uu1ii4D
70— 11 [ohren s 01 2
{19 [Watch
°°"‘_""_c«cu« _oiH 3
40— IR 03f—o 6

Pin-Anzahl
11000 [N
number
of pins
n h l2max b Typ
8 3.0 4,5 4,7 UNn3F U118F
10 10,0 14,5 7.5 U114D
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Integrierte Schaltkreise Integrated circuits

Aufnahme-Wiedergabeverstirker
Recording-replay amplifier

A 202D Aufnahme-Wiedergabeverstarker fiir Tonband- und Recording-replay amplifier for tape and cassette recorders
Kassettengeréte
Grenzdaten Informationsdaten bei ] o
max. ratings characteristics at Us=09Vida=25°C
Us = 5 ...12V Iss < 8mA bei Uy = 0
#a = =25..,70°C Isys < 16mA at Ui = 0
fa = —25.,.100°C bei Us =9V Auwvw > 63dB f = 1000 Hz, Uy = 0,5V
Auav > 66dB f = 1000 Hz
kvv < 1,2% Uy = 1,25V
f = 1000 Hz
kav < 1.2% Uig = 100 mV
f = 1000 Hz
Uoy = 800 ... 1600 mV Uig = 1V
f = 1000 Hz
Uoy(1V) < 3dB Us = 1V bzw. 100mV
Uoy(0,1 V) f = 1000 Hz
6 W-NF-Verstdrker
6-W-a.f. amplifier
A210E'Y) 6 W-NF-Verstarker fiir Rundfunk-, Fernseh- und 6 W-a. f. amplifier for radio, television and phono sets with
A210K') Phonogeréite mit Schutzschaltung gegen thermal overload protection circuit
thermische Uberlastung
Grenzdaten Informationsdaten bei
max. ratings characteristics at e =25°C, Us =15V, f = 1kHz, R = 49
U = 4...20V Uen < 703 mV bei Po = 25W
U = =3...+4+5V Uit > 30mV at
lom = 25A Iso < 20mA U = 0
A210E Pwe = 1,3W? Po > 53)wW K = 10%
A210K Pwoe = 5W?) K < 2% Po = 50mW
A210E Rwmje = 95K/W K < 23)9, Po = 25W
A210K Ruimja = 25K/W fo > 15kHz
A210E Rwi = 15K/W Ri > 500 k2
da = =25...470°C
) Nachfolgetypen des A 205 D, A 205 K ) Sequential types of the A 205D, A 205K
2 #o = 25°C 2) #a = 25°C
3) Fiir den A210E ist eine geeignete Kiihlung vorzusehen. 3) For the A210 E type a suitable cooling is to be provided.
223 . 7540125
1
\r,_f
e i ¥
04520, 4 : 0.15°
o1 “ 025' 3,

250125 a4
-03 A00A2A3
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A02A158

rf-—-—--—— —|=————— —'l

Vorversfirker VV Au'mhmw’onﬁrﬁ&

2 3

1 modulation automatics
2 preamplifier
3 recording amplifier

— . —— — — — — — — — — —
— — — — — — — —— — — o—

o A 202D Blockschaltung
7 8 9 block diagram

End-
3

| I 1 automatic setting of operating point centre —
: Waérmeschutzschaltg. voltage control
| 4 | 2 preamplifier
| l 3 output amplifier
6 | Rg | 4 heat protection circuit
o ———
S A _J>_ — -—ATS-A-TI A210E Blockschaltung
96 05 10 " block diagram
" 195 (Grobima) 7551005
r anl
5 =
04503 : 53'30s
13
B A
: 7 J
el y / \ "
*
)

A210E A 210K
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Integrierte Schaltkreise Integrated circuits

1 W-NF-Verstérker
1-W.a.f. amplifier

A 211 D 1 W-NF-Verstarker fiir Rundfunk- und Fernseh- 1-W-a. f. amplifier for radio, television, and phono device
empfdnger sowie andere akustische Gerate applications
Grenzdaten Informationsdaten bei N
max. ratings characteristics at 9a=25°C, Us =9V, f=1kHz, R. =80
Us = 42...15V Iso < 10mA bei Ui = 0
U = —-05... +15V Vg > 44dB at Po = 50mW
lom = 1A SRA = 543dB . Po = 1W
Ptoc = 1W1) R. = 390 k.Q
Pioe = 1,35W?) k < 10% Po = 850 mW
fa = 10... +70°C k = 1,4% Po = 50 mW
k = 63% Po = 1W
) da < 45°C ?) 9o < 45°C, K = 8cm?
NF-Vorverstirkerschaltkreis
AF-preamplifier circuit
A 273 D Lautstirke- und Balanceeinsteller fiir NF-Stereo- Volume and balance control for
systeme mit physiologischer Lautstdrkebeeinflussung AF-stereo systems with physiological effect on the volume
Grenzdaten Informationsdaten bei
max. ratings characteristics at o =25°C, Us =13V
Us = 18V Is < 40 mA bei U, = U3 =6V
Uiz = 12V k < 0,5% at w = uo=1V; f=1kHz
Uy = 12V Balance hergestellt
Us = 3V Balance established
Ru = 4,7k cd > 58dB w = uo=1V; f=1kHz
#a = -25...70°C Balance hergestellt
Balance established
an > 50dB w = 100mV; uo = 500 mV;
f = 1kHz
Balance hergestellt
Balance established
g > 17dB u = 100mV; f = 1kHz;
Usz=9V
Ugy U = 1V; f = 1kHz;
< 4dB Vu = —60dB
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Integrierte Schaltkreise

Integrated circuits

9 7 6 -]
0 %
Iy AT73A187
————— e e | = - — — ==
: l
ot | |
l sinstellbarer Verstarker  links lektronisches P ter mit I
OP-Varstarker, links I
: 1 2 I
I
I | 1 adjustable amplifier left side
| i iivrn v Physiologietei L 2 electronic potentiometer with
| 3 i la operational amplifier, left side
| F ] \ I 3 selection circuit
) volume balance
l einstelibarer Varstarker rechts 61&..-.«-':...::.;'\«: ter mit | 4 sele?tion circuit
| 5 6 | physiology part
| I 5 adjustable amplifier
| right side
1= | z(ﬁ : 6 electronic potentiometer with
L 1 operational amplifier, right side
_______ .1.- —— —— — — — —— -
i) A 273D Blockschaltung
16 ‘21% 1 2 3 2 block diagrom
2
o
1
-0
T14
6
13
o
)
1115
15 16 17 T8 T9
T16
R4 RS R?7
7 A 211 D Innenschaltung
- ANAISS ?3_5‘10'12 internal circuit
198 7 223 25¢0125
et = b
3 I () \ 3 R u [.g \
O 15° ¥
045tai § 025G, e 04501 ! 0808l 0.15°
250125 14¢ - 250,125
o 13.% AOOAIAS 13:% AO00A2A3
sLeuBRR10Y
o]
12348678
A211D A273D
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Integrierte Schaltkreise Integrated circuits

NF-Vorverstirkerschaltkreis
AF-preamplifier circuit

A 274D Héhen- und Tiefeneinstellschaltkreis fiir Tone height and depth adjusting circuit for AF-stereo systems
NF-Stereosysteme

Grenzdaten Informationsdaten bel e = 25°C; Us = 15V
max. ratings characteristics at e =25°C; Us =15
Usmax = 18V Is < 40 mA bei U4 = U;g = 5:5\/
Uy = 12V k < 0;4% at Uy = Uo=1V; f= 1kHz
U, = 12V ao > 58dB Ui = Uo=1V; f=1kHz
O = -=25... 470°C an > 54dB Ui = 100 mV
9 > 15dB Uo = 50mV; f =1kHz
-9 > 15dB U = 100mV; Uy =U;; =10V
i U = 100mV; Uy=U;p =1V
I Uy | U = 100mV; f = 1 kHz
Up, < 2dB Vu = 0 (fiir einen Kanal)
(for one channel)
AM-Empfinger
Am receiver
A 244D AM-Empféngerschaltkreis fiir AM-Empfénger bis AM receiver circuit for AM receivers up to 30 MHX with
30MHz mit geregelter Vorstufe, multiplikativem regulated prestage, multiplying mixer, separate oscillator, and
Mischer, getrenntem Oszillator und vierstufigem 4-stage IF amplifier. As a result of the symmetrical construc-
ZF-Verstérker. Durch symmetrischen Aufbau und Re- tion and control of 3 of the 4 IF stages a very good signal
gelung von 3 der 4 ZF-Stufen wird eine sehr gute stability is reached at a regulation limit of 100 dB.
GroBsignalfestigkeit bei einem Regelumfang von
100 dB erreicht.
Grenzdaten Informationsdaten bei Be — 25°C. Us — oV fi = 1 MHz, 4fi/h &= 10~4
max. ratings characteristics at ¢ =2°C Us =9V, ¢, _ 455 kHz, fm = 1kHz, m = 0,8
HF-Teil/r. f. section: Gesamtempfénger/total receiver
Us = 45...15V Ring = 31k2 bei Uy =0 Is < 16mA bei Uwr = 0
fa = —=10... 4+70°C Zowr = 420k2 at Uier ) = 4puV at
Uys = 2V Il 4,5pF av, = 84dB AUne = 10dB
Uy = 2V S/N . = 24dB Une = 20pV
\ Une > 60mV Unre = 20uV
ZF-Tell/i. £. section UNF100... 560mV  Umr = 500mV
k < 8% Uk = 30mV
Uireze 1) = 80V bei AUne = 10dB k < 10% Une = 500mV
AVuZF = 60dB at k = 109% Uimax = 1.5V k = 109%o
Uizemax = 300 mV Ue = 0 Ui = 12,5uV S/N = 20dB
Rize = 2,2kQ Rg = 3002
Zoze = 160 k2 m = 0,3
Il 9.0pF

) AU/ AUne = 10dB/3dB
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Integrated circuits

1 elekctronic potentiometer
with operational amplifier for treble

adjustment left side

2 electronic potentiometer

with operational amplifier for bass

adjustment left side

3 selection circuit
treble adjustment

4 selection circuit
bass adjustment

5 electronic potentiometer

with operational amplifier for treble

adjustment right side

6 electronic potentiometer

with operational amplifier for bass

adjustment right side

A 274 D Blockschaltung
block diagram

1 on demand

2 r.f. gain control
3, 45 6 if.

7 a.f.

8 preselector stage
9 mixer stage

10 i.f. stage control
11 i f. filter

12 tuning indicator

A 244D Blockschaltung
block diagram

A274D .
A244D
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Integrierte Schaltkreise Integrated circuits

AM-FM- und NF-Verstéirker
AM-FM-i. f.-amplifier

A 283 D  Einchip-AM-/FM-Empféngerschaltkreis
mit NF-Verstarker fiir Horrundfunkgerate

Single-chip-AM/FM-receiver cirouit with I. f.-amplifier
for radio-sets

Grenzdaten Informationsdaten bei
max. ratings characteristics at ?=2°C-5K
Us = 3...12V Is < 20mA bei Us = 55V + 55mV
Is = 50mA uNF < 20mV at wam = 100 mV
Pioe = 600 mW ) uNFg = 100mV af = +4+225kHz, U= 1mV
lom = 400mA U = 50uV f = 10,7 MHz, 4f = 422,5 kHz
Ba = -=10... 4+70°C fmod = 1kHz
Vune = 40dB f = 1kHz
Po = 300 mW Us = 55V, Ru=8%0, k=10%
dUNFa
AUl = 70dB U_NFQ-= —10dB, f = 1 MHz
fZF = 455 kHl, fmod =1 kHZ

‘) fe = +70 °C

FM-ZF-Verstéarker
FM i.f. amplifier

A 225D FM-ZF-Verstirker und Demodulator fiir Horrund- FM-IF-amplifier and demodulator for radio-sets; with a tuning
funkgersite, mit InstrumentenanschluB zur Ampli- meter outpout for amplitude indication, positive or negative
tudenanzeige, wahlweise positiv oder negativ mono-stereo switching voltage, AFC-output with shut-off unit,
gehende Mono-Stereo-Schaltspannung, AFC-Aus- squelch,
gang mit Abschaltautomatik, sowie Rauschsperre.

Grenzdaten Informationsdaten bei ©#a =25°C =5K, Us = 12V, f = 10,7 MHz

max. ratings characteristics at A4f = +75kHz, fm = 1kHz, Qo = 35,

Ckr = 470 pf, larc = 0 pA, Ca = 22nF

Us = 4,.,18V Iso < 15mA bei |y = 0mA

[ = 3mA Une > 300mV at Ui = 10mV

hs = 1mA Uir < 50 uV U = 16uV

da = =25 ... +70 °C Uu < 200 mV

Uss < 700 mV Ui = 10mV
U, < 20mV f = 2kHZ
aaM > 48dB U = 10mV, m =03
k = 1,5% U = 10mV
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Integrated circuits

I f.-amplifier

AM-FM demodulator
AM-control
AM-oscitator/mixer
zener diode stabilization
I. f.-amplifier

Blockschaltung
block diagram

IF-limiter-amplifier
phase inversion

Schmitt trigger

reference voltage source
coincidence demodulator

threshold value amplifier
and AFC-shut-off-unit

detuning indicator
AFC-amplifier
audio-shut-off
audio amplifier

A 225D Blockschaltung

block diagram

220 7520128
1
7 A
") )
AR LU 2503 .
04501 o 025701 0..15
"¥-005
04
250125 13404
1817 1615 14 1312 11 10 Aoonsee
jelalalcliaialal
o
OO OO OO0y
123456789
A225D
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Integrierte Schaltkreise

AM-FM-ZF-Verstirker
AM-FM i.f. amplifier

Integrated circuits

A 281 D AM-FM-ZF-Verstéirker fiir batterie- und

netzgespeiste Rundfunkempféinger

AM-FM i. f. amplifier for batterie-driven and
mains-driven radio receivers

Grenzdaten Informationsdaten bei
max. ratings characteristics at Pe=25°C Us =9V, im = 1kHz
f=10,7MHz, 4f = 75kHz f = 455kHz, m = 0,8
Us = 1V —ls < 30pA bei Usy = —=110mV Unr = 245mV bei w = 15uV
Uy = 4V Une = 840mV ot uw = 50mV Une = 520mV at w = 15mV
Usn = 4V Gp > 62dB ui = 30uV Gp > 65dB u = 10uV,Ur=0
Iz < 2mA Vo = 87dB Un = 0 Yo = 94dB ul = SpV
ls = 2mA Ur = 1904V w = 50uV 4V, = 62dB
'13 < 3mA aAM = 54dB m = 0,3 UiReg = 11,5 yV
Pa = —=10... +70°C R = 17292 u = 1mV Uimax = 18 mV k = 109%
C = 67pF w = 1mV -Ur = 380mV w = 15uV
Iso < 9mA k < 10% ui = 15mV
; Ri = 1,1kQ ui = 200uV
C = 125pF u = 200 pV
Stereo-Dekoder

Stereo decoder

A 290 D PLL-Stereodekoder nach dem Zeit-Multiplex-

PLL stereo decoder by time shasing principle for FM radio

Verfahren fiir FM-Rundfunkempfénger receivers
Grenzdaten Informationsdaten bei
max. ratings characteristics at #a =25°C, Us = 15V, f = 1kHz, fp = 19kHz
Us = 8...15V Is < 26mA bei WU = 0
I = 75mA asy < 1,6dB at U = 2,8Vss
U = 2,8Vss ad > 30dB Ui = 2,8Vss, Up = 100 mV
00 = -10... +55°C Ulp < 22dB
Ri > 20k2 U = 2,8Vss
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Integrierte Schaltkreise Integrated circuits
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A 281 D Innenschaltung
internal circuit

1,6 phase comparator

on 2013 14
, e T _—— _———— 3 ke
H [> Phasenver - ;ia«g- D L.7VCO | [Teiler [*]Teiler | 10 2,7 low-pass
lgleich 6 kH. 1:2 1:2 i
I " e 2 ; a7 5 || 4,5, 8 divider
| £ 1 ' 9  voltage supply
l _Ph@sonver- Tief- *‘I’eilor ‘]l 10 trigger
I g 6 pal 7 | 1:23' | 11 stereo switch
| ’ 12  decoder
1 l [Spannungs- rigger Deko- J—i‘:
| 9 + 10 der -l—g
l_ ______ _ _— - __l A 290 D Blockschaltung
08 09 07 A90F107 block diagram
.___193_% 752
8] ;L | 4
§ ¥o. 150
04501 a 025
-005
2510125 13*0:
83 AOOAIAl
K“BRHI09 8
A281D
A290D
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Integrierte Schaltkreise

Ton-ZF-Verstérker
Sound-i. f.-amplifier

Integrated circvits

A 220 D FM-ZF-Verst&rker

symmetrischer Koinzidenz-
demodulator fiir Fernseh- und Rundfunkempfinger

FM i. f. amplifier and symmetric coincidence detector for tele-
vision and radio receivers

Grenzdaten Informationsdaten bei . f = 6,5MHz, Af = +50kH:z
max. ratings characteristics at o = 25°C, Us =12V Qo = 20, fm = 1kHz, m = 0,3
Us = 6...18V Iso < 20mA bei U = O0OmV Rs = 0kQ

Us = 4V Une > 300mV at U = 1mV Rs = 5kQ2

Uy = 15mA 4Une > 60dB U = 1mV Ry = 5kQ/0k®

I3 = 5mA Ur < 120pV Ry = 5kQ2

ly = 2mA Vvz¢ = 73dB U = 10V

Uy = 13V aam > 46dB U = 1mV Rs = 5k

Rz = 1k k < 2% U =1mV Ry = 5k

Peoe = 400 mW ) Ri = 10k U = 10mV

Da =-=10... +70°C C = 4,9pF U = 10mV

A 223D FM-ZF-Verstirker und Demodulator mit zusétzlichem FM i.f. amplifier and detector with separate NF-input and

NF-Eingang und -Ausgang fiir Fernseh- und Rund-

NF-output for television and radio receivers

funkempfénger T
Grenzdaten Informationsdaten bei 9. = 250 -~ 12V f = 6,5 MHz, Af = +50kHz, R5 = 10kQ
max. ratings characteristics at e =2°CUs =12V o, _ 20, fm = 1kHz, m = 0,3
Us = 10...18V lso < 17.5mA bei I =0 Un < 100mV bei R5 =0
Us = 6V U, = 42...53V at as/sn = 80dB at Uize = 10mV
Rizne < 5mA Uneg > 780 mV Uiz¢ = 10mV Ur < 60pV
= sry1...10k2 UNnfiz > 650 mV Uize = 10mV k = 1,2% Uize = 10mV
= " 1k 4Unrg > 70dB RS = 10kQ2/0k2 Rizr = 4,5kQ Uize = 10mV
f = 0... 12MHz Uize = 10mV Cizr = 45pF Uize = 10mV
Pioe = 400 mW ) Vuze = 68dB Uize = 104V RinNe = 2,1kQ
Renja = 120K/W Vune = 16dB Uize = 100mV Ro = 11k
da = «25... 4+70°C aam > 50dB Uize = 500uV
1) #a = 25°C
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Integrierte Schaltkreise Integrated circuits
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7 6 010 o7 09 05  A20A737 block diagram

1 reference voltage source

2,3 a. f. preamplifier

4 i f. limiter-amplifier

5 FM-coincidence-demodulator

A 223 D Blockschaltung
block diagram
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Integrierte Schaltkreise Integrated circuits

Farbmatrix
colour matrix

A 231 D RGB-Matrix mit Dunkeltastschaltung zur direkten RGB matrix with blanking circuit for direct control of video
Ansteuerung der Videoendstufe in Farbfernsehemp- output stage in colour telvision receivers
fangern :
Grenzdaten Informationsdaten bei Us = 12V, Ug =24V
max. ratings characteristics at o = 25°C U=U=Ug=69V, Uj=16V
Us =15 v Is < 150 mA:
U]. UJ. U]g =9 " Ursw =76 ...88V
Uy; = 35 v AUssw < 160 mV
|5. lg. llo = 35 mA ||. |3. |I6 < 6 llA
|12 = 15 mA Al}. |3. '16 < 3 ‘lA
b Iy = =2 ... +2mA Vu (Y) =23 ...31 bei A4Uy; =05V
N = -3... +3mA AFrGs <5 % at Uy = 21V, 4U; = 4Ujs = 03V
Peoe = 1,06 w ms < 10 %/ Us =13V, U, =69 V
Rehja =70 K/W Us = 8,2V 4Us(1) =¢=2,5V
da = —10...55°C 4U52) = -1V
A 232 D RGB-Matrix fiir PIL-Farbréhren RGB-matrix for PIL-colour picture tubes and/or
bzw. leistungsarme Videoendstufen, ermoglicht small-power video ouput stages enables additional
Darstellung von Zusatzinformationen auf dem information to be displayed on the screen
Bildschirm
Grenzdaten Informationsdaten bei
max. ratings characteristics  at Da=25°C—5K Us =12V, Uy =15V
Us =132V Iso < 85 mA bei/at
U, U3, Us =0...132V ha ha he < 3 uA Quellwiderstand < 200 2
Uz Uy Us = 0...132V source resistance
U, = -05...03:Us V Uk > 7.5V Klemmung aein’
Us =0...132V clamping won*
Ui Ui2Uyy = Us 43V Ugk < 65V Klemmung »aus”
Ui UiaUis = 03 - Us...UsV clamping noff"”
—lg = 1mA lg < 1 uA Klemmung wein”
Peot =12 W clamping won*
da = -25...4+60°C lg < —60 uA Klemmung saus®
clamping woff"
U, > 1V Ausblendung ,ein"
blanking »on"
U, < 05V Ausblendung .aus"
lo ha, g > 3,5mA blanking #off"
U3.5 = 0 v 10 V
Vu = 0 dB
AVu > i 40 % AU3,5 = i 5V
v 00 = 25°C
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A 231 D

1

2

3,4,5
6,7,8
9,10, 1
12,13, 14
15,16, 17
18,19, 20

A 232 D

Integrated circuits

red input

red matrix

red output

direct voltage input
dematrix stage
green matrix

green output

blue input

blue matrix

blue output
reference voltage
luminous density input
blauking circuit
blauking autput
Blockschaltung

block diagram

power supply
threshold switch
clamping control stage
matrix

amplifier stage
differential amplifier
inverse feedback
output stage

Blockschaltung
block diagram
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Integrierte Schaltkreise

TV-ZF-Verstérker
TV i. f. amplifiers

Integrated circuits

A 240 D Geregelter TV-ZF-Verstirker mit Demodulator und
Video-Nachverstirker fiir Schwarz-WeiB- und Farb-

fernsehempfénger

Regulated TV i. f. amplifier with detector and video post-ampli-
fier for monochrome and colour televition receivers

Grenzdaten
max. rotings

Informationsdaten bei
characteristics at

%0 =25°C, Us =12V, Rs=1300

Us
M
Us
T n/s
h2/3
Ue
-U,
P(ol
Ja

= 15 \"
= 50 mA
= 15 \"
=5 mA
=5 mA
= -1 ...43 V
=15 ...5 \"
= 700 mW
= —-10... 455°C

IIJ < 25 mA bei U"
Uy, < 64V at Uy,

Uy > 48V ui
U, <7 V w
Uimin < 350 #V Uqy
4Vze > 50 dB

Bvidoo > 7 MHz Un

T

i

55 v Ujymin = 19... 23 v bei ui = 20 mV. Un =355 v
40 mA s > 3 mA") at

0 un = 2,6...42Vss - u=20mV, Uj=55V
0 Upz > 2,0 v ui=20mV, U, =55V
26V uor() = 30 mv { =65MHz 2L = 304
55V upk(ig) > 30 mV f = 65MHz, -?_1 — 3048

) 10dB nach Tunerregeleinsatz

') 10dB following tuner regulation

A 241 D Bild-ZF-Verstarker mit interner AFC-Gewinnung fiir
Schwarz-WeiB- und Farbfernsehempfénger

TV-i. f.-amplifier with internal AFC-gain for monochrome and
colour TV-receivers

Grenzdaten Informationsdaten bei

max. ratings characteristics at Pe=2°CUn=12V

Un =14V Iso <70 mA

Us =6 V Uiz =57...63V bei w =0, U,;=81V

Iq =12 mA U, <300 mV at Iy =10mA, Uy, =6V

|5 =:t 1 mA h <10 mA Uu =6V

Ba =-25...460°C Is =-200...} 200 uA w =20 mVarr, f = far 1 100 kHz
w <200 pV
4Vze >50 dB ujs-y = 100mV (38,9 MHz)
Bvideo >7 MHz Uqg-1 =5mV (37.4 ... 319 MHZ’)
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Integrated circuits

i. f. amplifier
demodulator
stabilization

1

2

3

4 threshold amplifier
5 regulating amplifier
6 keyed amplifier

7

video preamplifier

A 240 D Blockschaltung
block diagram

1 i f.-input signal from i. f.-filter

2 tuner control current

3 Adjustment of the tuner transfer point
4 i, f.-amplifier

5 control current amplifier

6 control signal processing for AVR

7 control voltage gain for AVR with noise

suppression

8 reference signal circuit

9 i. F.-sync-detector for video signal gain
10 black inverter
11 VCR-switch
12 (external control signal)
14 AFC-sync-detection

15 video preamplifier

17 AFC-switching voltage
18 AFC-control-signal-disconnection
19 video output stage
VCR-disconnection
21 video output voltage

A 241 D Blockschaltung
block diagram

A 240 D
A24a1 D
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Integrierte Schaltkreise

Horizontalkombinationen
Horizontal combinations

Integrated circuits

A 250 D Horizontalkombination fiir die Impulsabtrennung und
Zeilensynchronisation in transistorisierten Fernseh-

Horizontal combination for pulse clipping and line synchroni-
zation in transistorized television receivers

empfdngern

Grenzdaten Informationsdaten bei

max. ratings characteristics at o =125°C, Us =24V, Rs = 390 2, f = 15625} 5Hz

Is = 50 mA U, > 8 v bei Us = 1,0Vss

Is = 2 mA Uprest < 550 mV at I, = 20 mA

~Uis = 6 v fo = 14062...17188 Hz C13.1 = 10 nF, R]‘,] = 10,5 k&

l2 = 22 mA t, > 150 us Us = 1,0Vss

U) = 12 v U5 >1 v

ho =05 ...5 mA + At > 400 Hz Us = 1,0Vss

~Uy =5 v —Af > 400 Hz Us = 1,0Vss

ls = 2 - mA A250D:t; = 23 ..30 us

Uy =0 Uy v ’

%o = —=10... +55°C

A 255 D Integrierte Horizontalkombinatnon fiir Horizontal- Integrated horizontal combination for horizontal deflexion
ablenkschaltungen mit Transistor- und Thyristorend- circuits with transistor- and thyristor output stages of TV-sets,
stufen von Fernsehgeréten, Eignung auch bei VCR- also suitable for VCR-operation
Betrieb

Grenzdaten Informationsdaten bei

max. ratings characteristics at #a=25°C—5K Uy =12V

U]. U‘. Un = 132V U7 5 8V bei -|7 = 10 mA, U|‘=8V—’5V

U, = 18V Us > 25V at Ug = 1V, =lg=1mA, U =8V—=>6V

Ug, Uw = 6V fo = 14800 ... 16400 Hz

ls, 1y = 10 mA tr = 37...43pus ~ U, = 7V

=l =l3 = 650 mA +4¢f > 700 Hz fo = 15625 Hz

lz. —|3 = 400 mA -Af > 700 Hz fo = 15625 Hz

fa = =25.,.470°C trv = 11...17us Ug = 0,U;=35V,U;=5V
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Integrierte Schaltkreise
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Integrated circuits

1 amplitude limiter with
interference blanking

frame sweep isolation stage
stabilization

output stage

switching stage

phase comparison circuit
oscillator with frequency limiting
phase control circuit

O NG WN

A 250 D Blockschaltung
block diagram

vertical sync pulse output

burst sampling pulse ZR-blanking
phase discriminator 2

phase advancer

output pulse switch

output stage

switch f (U2)

vertical sync pulse separation stage
output pulse generator

10 gate 1

11 changeover switch

12 gate 2

13 sampling pulse generator

14 sync pulse separation stage

15 noise suppression

16 conincidence detector

17 time constant switching

18 phase discriminator 1

19 control voltage limiter

20 oscillator

OOV NONU n W -

A 255 D Blockschaltung
block diagram

7520125
i —i\
£
N )
- vo..15°
025°30s
3—0.3 AO0AZA3
161514 13121110 9
Il alealaleolalal el
e}
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Integrierte Schaltkreise Integrated circvits

Videokombination
Video combination

A 270 D Video- und Leuchtdichtesignalverstérker mit Strahl- Video and luminous density amplifier with beam current limit-
strombegrenzung und gleichspannungsgesteuerter ing and d. c. voltage regulated brigthness control and contrast
Kontrast- und Helligkeitseinstellung fiir Schwarz- control for monochrome and colour television receivers.
WeiB- und Farbfernsehempfénger. The connexion of a raudom impedance delay line is possible.

Der AnschluB einer Verzégerungsleitung beliebiger
Impedanz ist méglich.

Grenzdaten Informationsdaten bei
max, ratings characteristics ot U5 = 12Vi e =25°C, Uy =39V
Us = 155 v UpUpy = =2.,,.44V Is < 36 mA bel U; = 1,2V
U = 155 v Ui Uy = =5.,,, +6V Uit < 120 mV at s =02mA, | =08mA
Ups = 132 \ U]s =95 Vv Uss < 05 v U12 = 12V
lgs =5 vV -lo = 20 inA Us > 30 v Ua = 42V
Is = 10 mA  usas =2 v 4Uys < 20 mV U =2 V3
Is = 2 mA  upas =2 v Vo = 20-...28 U, =33V9
Prpn = 20 mW )Peoc == 700 mW ")  duig < 160 Vv U =21V, U, =33V3
de = =10... 455°C 4uUy) > 20 dB ) = 1.2V, U;(3) = 3,3V3)
Bvideo > 6 MHz U, =33V, uy = 0,5Vss,
4V, = -3dB
Byideo >7 MH:z U, =33V, u; = 05Vss
4Vy = =3dB
) 8. = 25°C 1) #; = 25°C
?) 4U; = Sprung von 2,8 auf 3,6V ?) duy = jump from 2,8 to 3,6V
3) 4U; = Sprung von 3,2 auf 4,0V 3) duz = jump from 3,2 to 40V
Secam-Dekoder
Secam-decoder
A 295 D Secam-Dekoder fiir Farbfernsehempféinger, beste- Secam decoder for colour television receivers, consisting by
hend aus Verstdrker fiir das direkte und das ver- amplifiers for the direct and vor the delay signal, cross-switch-
zogerte Signal, Kreuzschalter, regelbaren Begren- ing, controlled limiters for both difference signals, colour gate
zern fiir beide Differenzsignale, Farbauf- und aus- and blanking circuit, and colour killer.
tastschaltung und Farbabschalter.
Grenzdaten B Informationsdaten bei Us = 12V, #4 = 25°C, U3 = Uy =3V, =Uyy =2V
max, rafings characteristics at Ug =127V, Re =15k, CL. = 15pF
Us = 15 \ lso < 60 mA Dbei ug =20
U, Uy = -4 ... 44V Uss >3 V  at Risn = 10 k2
Uy YUy = ~4 ,..+4 V Uis <03 \' Risin = 10 k@, U;=3VQ
U10: U12 = -4 .., +4 v "'U]Oa U|2 < 1.7 v Ug = 95 mVelf
Ui, Uiz = -4 .., 46 V) U, Uy Y3 U < 11 v ug = 95 mVeft
Ug =4 v Ug, Uyg 12,404 1,9 Vss U3 = Ug = 95 mVeft, Uy =22V
u3, Ug = 1,5 Vss Ug, Ui 1 dB duy= Adug = (9.5 ... 190) mVett
Is = 3 mA dug (Ug) <5 LX) Uy = Ug = 95 mVelt
hs = 2,5 mA Ug=09; 1,2; 1.5V
Peoe =1 we Adug (uy4) <7 0/n WUy e Ug = 95 mVeff, Ug = 09; 1,5V
Ry 11 Rigryy =6 k$2 Date < ~-15 dB U3.6 = 95 mVett
da = =10 .,. }55°C Dgig; Dans > 33 dB U3 = 2,5mVeff
Dgi16: Dag >n dB U3 = 2,5 mVett
Ht< 15us
?) s = 25°C
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Integrierte Schaltkreise

Kontrastregelschaltung
Strahistrombegrenzung

ATOF155
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D19
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223
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. V23
045201 J 3
2,540,125 +04
V.63

161514 131211109
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Y
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10
o
=J TT LT
1 8

1=
67

(88
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025

Begrenzer -

verstarker
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LABegrenzor- I
verstarker
4
Farbkanal-~ _l
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1 14

+01
-005

AQDA2A3

P
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Integrated circvits

video amplifier

brightness clamping circuit

keyed black level circuit

contrast control, beam current limiting
output stage

w W -

A 270 D Blockschaltung
block diagram

voltage supply
limiter amplifier
switch

limiter amplifier
flipflop
colourchannel switch

NG AW =

A 295 D Blockschaltung
block diagram
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Integrierte Schaltkreise

Operationsverstéirker
Operational amplifiers

Integrated circvits

A 109 D Operationsverstéirker mit hoher Verstédrkung, kleinen
B 109 D OffsetgroBen, groBem Eingangswiderstand und gro-
Ber Ausgangsamplitude fiir universellen Einsatz

Operational amplifier with high gain, low offset values, high
input resistance, and high output amplitude for general pur-
pose applications

Grenzdaten Informationsdaten bei
max. ratings characteristics at o = 25°C, Ust = —Us—= 15V, Rs = 1009
Us+ = +18 v A109: Uo < 75 mV A109: SVR > 70. dB
Us—- = —18 \ B109: Uo <5 mV B 109: SVR > 15000
'P(o( = 300") mW A109: ho < 05 kA Uo > 25000 bei Ru = 2 ks2
W = -=10... +10V B109: lio < 02 pA Uo > 8 v ot R. == 10 k&
Uo =-5 ... 45V A109: I < 1.5 pA A109;: CMR < 200 uV/V
A109: % =0 ...-+470°C B 109: It < 0,5 pA B 109: CMR < 150 uV/V
B109: ¥9a = —25...-}85°C A109: Re > 50 k&2 A109: V, > 10 v [RL = 2 k&
tk =35 s B109: Re > 150k B109: Vo, >12 V 1 Vo == *10V
A109: Pv < 200 mW +U > 65 dB
: w 4 V
B109: Py < 165m 8109: 29 252 45 — Bemer — Bamim
. 49 K
) bei/at #a = 25°C

Spannungskomparatoren
Voltage comparators

A 110 D Differential-Spannungskomparator mit nieder-
B 110 D ohmigem, mit allen Logikformen kompatiblem Aus-
gang fir universelle Anwendung

Low-impedance output differential voltage comparator,
compatible to all logic families,
for general purpose applications

Grenzdafen lnformotl?n.sdoten bei 8¢ = 25°C, Us+ = 12V, =Us— = 6V, Rs = 100 2
max. ratings characteristics at
Us+ = +14 v A110: Uo < 75 mV Uow > 25V bei Up = 10 mV, lon = —5mA
Us— = —7 v B110: Uo < 5 mV A110: Uor <0 V at Up = 10 mV, lo. =1,6mA
Piwor == 300 mW A110: o < 15 pA B 110: Yoo L0 V Upo = 10 mV, lor =2 mA
U =7 ...47 V B110: ho < 5 uA CMR >> 70 dB 4 =10 V
Upo = —5 ...4+5V A110: | < 100 pA A110: V. > 750 JUo =2 V
lo = 10 mA B 110: 1 <25 pA B 110: V. > 1000 AUo =2 V
A110: 3¢ =0 ...+470°C Ro = 1500 torh = 38 ns [ AU = 100 mV, i = 5mV
B110: #o == —25...-{-85°C Is4- <9 mA tont = 50 ns [ R =2 k2
- g g1v) Vv
= <7 mA 0 A'; < 20 ﬂ'(, 49 = Damox = Pomin
o198 8 223 - 7520125
wt_SE! @
3 YAY E§ \“0...15‘ E? N
045201 o 025°% a s, BVo.ase
25:0125 13°04 "o AT 0253
T 03 AGDATA3 il 132 ACOAZAS
RB2LRAS gruRRNLS
o o
7234567 72345678
A109 D, B109 D C 520 D
A110D, B110D



Integrierte Schaltkreise Integrated circvits

A/D-Umsetzerschaltkreis
Analogue-to-digital converter circuit

C 520 D 3 Digit-Analog/Digital-Wandler nach dem Dual- 3-digit analogue-to-digital converter according to the dual-
Slope-Verfahren fiir digitale Anzeigeeinheiten, slope-method for digital display units, output code BCD,
Ausgabekode BCD, multiplex multiplex

Grenzdaten

max. ratings

Us = 45...55V

USmnx < 7V

U = —99...499mV

Is < 20mA

Fehler <0,1%/o vom MeBwert + 1 Digit
U = —=200...-200mV

U < 04V

BO9A1A3
‘ 1"
(rs
- J14
r5% -C9—010
—9
40— T13
J12
5
©6
A 109D Innenschaltung A 110D Innenschaltung
B 109D internal circuit B 110D internal circuit
1 input
2 control logic
3 counter
4 divider
_______ C20Mxo 5 multiplexer
WH I— _i 6 demultiplexer
a o——u b Kontroll- 7 band-gag-reference source
fngiLgl_ ! ’ gk P I 8 oscillator
A | 2 S I | 9 adapter circuit
' — | 10 3-digit LED-display
| Teiler —‘[illltiphl&( Demultiplexer 11 BCD-to-7-segment-decoder
l 2 3 S P1 — Endwertabgleich
I | P2 — Nullpunktabgleich
Band- gap- R i T .
; R:fem?;zueq Oszillator SA:,::":’WQ | :L’Egﬂ""g:i”;l P3 — Geschwindigkeitswah!
L 8 o | X pl — output value alignment
L J eoee p2 — zero alignment
BCD p3 — speed selection
P1 al b 9
BCD-zu7-
' Degment. ok} C 520 D Blockschaltung
1 block diagram
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Integrierte Schaltkreise

Mischschaltung
Mixer circuit

Integrated circuits

B 222 D Integrierter Doppelgegentaktmischer fiir industrielle

Integrated double push-pull modulator for industrial applica-

Anwendungen tions
Grenzdaten Informationsdaten bei 90 == 25 °C Ur = 200mV, fr == 200 kHz,
mox. ratings characteristics at Je=25°C, U =20 mV, f =50 kHz
Us =6 ,,.18 V Iso < 20mA bei Us = 18V, Ui =0
U Uy =5 \' ar > 10dB ot Us =15V
U, Jy =28 \ Vn > 24dB Us = 15V
Ug/u =35 v
U7/9 =35 v
Peot = 360 mW 1)
O = =25 .., +85°C
) fa=25°C

Ansteuerschaltkreis fiir Schaltnetzteile

Selection circuit for switch-mode power supply

B 260 D Integrierter Ansteuerschaltkreis flir geregelte Sperr-
wandler- und DurchfluBwandler-Schaltnetzteile

Integrated selection circult for the regulated switch-mode power
supply of blocking and flow converters

Grenzdaten Informationsdaten bei o

mox. ratings characteristics ot %e=2°CE5KUs=12v

Us =-05...18V Is <13mA bel -, =300pA Uy=Us=Us;=U,, =0
(VN =0...5V U, =78...9V at -l =5mA, Uy =

Uu. U|5 =0...UsV —|3 <20“A U3 =2V

Is =30 mA —Is <10uA Us =2V, U;=1V

lo =40 mA hs <5pA Uy =2V

~l, =5mA . Vr >80 U =2V, Ry2=49k%, f=20kHz
-l =15mA Vimax > T—15us Ryza =1k, f =100 kHz

Peot =900 mW? T

Ba ==25...4+85°C

) 6u=-25...485°C
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Integrierte Schaltkreise
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Integrated circvits

Innenschaltung
internal circuit

internal reference voltage

sawtooth generator
internal voltage supply

variable-gain amplifier
pulse duration — modulator

logical circuit
output stage

B 260 D Blockschaltung

block diagrom
223
" 1= brs
A I
04501
250,125 +04
-0.3
1615413121110 9
Halelelalalalialal
IE
H OO UUUW
12345678
B 260 D

2520125

+a1
02555

AO0A2A)

\
W

0..15°
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Integrierte Schaltkreise

LED-Ansteuerschaltkreis
LED-selection-circuit

Integrated circvits

A 277 D integrierter Schaltkreis zur wahlweisen linearen An- Integrated circuit for selective linear control of 12 LED with
steuerung von 12 LED in Punkt- oder Bandbetrieb migrating point or ribbon-type display '
Grenzdaten Informationsdaten bei o
= - = 2.
max. ratings characteristics at Pe=25°C-5K Us=12v?
Us = 557v,,.18V Is <  10mA beiieb = 0 '
Us, U, Uy = 0...62V I3 < 2uA at U; = 1,2V
AUqs5m4 = 1,3V he < 2uA U, = 62V, Uygn =0
ILeo = 0...20mA h? <  2pA Uy = 0
da = =25...485°C

Y gilt fiir Punktbetrieb Us > 10,5 V bei Bandbetrieb und
Ureo = 1,5V) .
2 bei Us=15,5... 18V ist der Schaltkreis funktionsféhig

Initiatorschaltkreis
Initiator circuit

Y meant for migrating point display (Us > 10,5V for
migrating point display and UrLeo = 1,5V)
2 at Us==5,5...18V the circuit is operating

A 301 D |Initiatorschaltkreis fiir induktive Initiatoren und Initiator circuit for inductive initiators and for general purpose
aligemeine Anwendung applications
Grenzdaten Informationsdaten bei
max. ratings characteristics at ¥ =25°C, Us = 475V
Us = 475 ...27 V Is < 18,5mA  bei Us =27V
Uow =10 .,..27 V Uor < 035V at lon. = 16mA
loo. = 50 mA Uo < 1,15V loo. = 50mA
—h; =<1 mA lon < 20 pA Uow =27V, Ry=152092
ds = -25,,, +70°C U =29V —h3 =1 mA
Cn < 47 nF
fmox = 20 kHz Cjz = 1;5 ﬂF. Rg/s =27 k9
NF-Verstérker

A. f.-amplifier

B 308 D Integrierter ungeregelter Mikrofonverstérker fir
Piezosprechkapseln mit einem AnschluB zur externen
Einstellung der Verstérkung

Integrierter geregelter Mikrofonverstérker fiir

Piezosprechkapseln

B 318 D

Integrated unregulated microphone amplifier for piezoelectric
transmitter units with terminal permitting external adjustment
of amplification
Integrated regulated microphone amplifier for piezoelectric
transmitter units

Grenzdaten Informationsdaten  bei

9a=25°C —5K, Ry =959, R, = 1,2k2, R; = 410 Q,

max. ratings characteristics at Is=35mA, f=1kHz
Is = 10...100mA Us < 85V beilh = 0
Is < 350mA B308:ve = 303...39,7dB atC, = Cy=64nF, Ui=10mV
da = =25...+455°C B318:vs = 323...39,7dB Is = 45mA Ui=5mV
Un < 05mV V] = 0, Is=35mA  (B308),
dvyy < 3dB Is=45mA (B 318)
dvyy < 12dB
B318 dvy; > 35 dB
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Integrierte Schaltkreise
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Integrated circvits

LED-display driver unit

2 switching tract

3, 4,5 matrix

6 band-/point characteristic

7 comparator chain (data logging and
processing)

8 l-st — 3-rd 4-group

A 277 D Blockschaltung

S W NN =

block diagram

stabilization stage
amplifier
threshold switch
output stages

A 301 D Blockschaltung

N -

(S LI~ )

block diagram

working point stabilization
I-st and 2-nd stage
feedforward

output stage switching
output stage

B 308 D Blockschaltung

block diagram

e 198 1 75
. ! i
8 {x] \
§ ¥0..15°
oastai | 025-Qh
250128 +
3
83 AODAIA3
4131211109 8
o
12 67

A 301D, B308D, B318D
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Integrierte Schaltkreise Integrated circvits

Transistorarray
Transistor array

B 340 D Integriertes Transistor aus Integrated transistor array with 4 single
B 341 D 4 Einzeltransistoren fiir industrielle Anwendungen transistor for industrial applications
Grenzdaten Informationsdaten bei N
max. ratings characteristics at 9o = 25°C, Uce =5V
Ucso = 20 ) hne(T1) = 56 ... 56032) bei Ic =1 mA
Ucsa == 15 - \ h21e > 30 at lc =10 sA
Utso = 5 \ JUee <5 mV le = 100 pA
Ucio = 30 v haEx
e =5 mA h2|£Y = 08 ... 1,25 le =1 mA
le =10 mA fr = 210 MHz lc =1 mA f=100MHz
P(ot = 400 mW 1) 8341:
Yo = —25 .., |-85°C , _ _
6 dB lc = 200puA, f = 1kHz, Rc = 2kQ
9 = +125 °C F = ¢ ¢
) P = 25°C ?) selektiert nach hz21e-Gruppen
sclected to h21e groups
Hall-Schaltkreise
Hall-circuits
B 461 G Magnetisch betétigte kontaktlose Schalter mit Frei- Magnetic non-contacting switch with strobe input and open
B 462 G gabeeingang und offenem Kollektorausgang collector output
Grenzdaten

max. ratings -

B 461 G Us = 4,75...525V
B 462 G Us = 475...18V
loat < 30 mA
UJH = 5 V
Be < 65mT
Ba > 5mT
Iso < 500 pA
Ha = 0...470°C
7.5
\
0. 150
0253,
AQOAIA3
o
1234567
B 340 D B 341 D
10.0-0.2 21-04
1 i
|
- : <1 ;
glp—B—- 3 (|| 0
a 3 ©
ST
1 2 3 4 254041

ADO0A/YO

B 461 G B 462 G
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Integrierte Schaltkreise

Schwellspannungsschaltkreis
Threshold-voltage-circuit

Integrated circuits

A 302 D Schwellspannungsschaltkreis fiir die VerschluB-
zeitensteuerung in elektronischen Kameras und
Ghnliche Anwendungen der industriellen Elektronik

Threshold-voltage-circuit for controlling the time of exposure
at electronic cameras and for similar applications of
professional electronics

Grenzdaten Informationsdaten  bei Rechteckimpulse square-wave pulses 10 ps,
max. ratings characteristics at t/T = 0,2, R, = 1202
Us=U=23...63V Iy < 5mA U, = 0V
I, < 1mA aa = 057...06 Uy =20...4V
ls <. 60 mA s = 05 ...0535
Lie <7 2H I < 25nA
U| < —6,3V Ugsat < 03V " = 40 mA
?a == —10.., -}-55°C Iy <7100 1A U = U=U =6V
[ = 1pus
tv2 = 0,7 us
tr = tr==50ns
4 13 2110 9 8
9 0 o
TN T
I Ta %) |
| ! |
l m T2 |
e N
& 40A138 ‘B 340 D Innenschaltung
1 2 3 2 5 6 7 B 341 D internal circuit
861A1X0

trigger

differencial amplifier
hall generator

reference voltage supply

S W N -

=<}

461 G Blockschaltung
block diagram

A 302 D Innenschaltung
internal circuit
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Optoelektronik Opto-electronics

Schnelle implantierte Si-Fotodioden
Implanted high speed Si-photodiodes

Typ Grenzdaten bei . Informationsdaten bei _
max. ratings at 9 = 25°C electrical characteristics at, ~° 25°C
Prot Un In I ) Ik 2) Ceot bei/at Sen bei/at  Asmax tr
U 2
mW v mA nA BA pF v pA/pW  nm nm ns
SP 101 10 25 1 <500 >15 < 40 20 0,30 500 820 26
0,60 820
0,45 900
SP 102 30 25 1 <20 >125 <10 20 0,30 500 820 24
0,60 820
0,45 900
SP 103 10 25 3 <100 >50 <100 20 0,30 500 820 3
0,60 820
0,45 900
v beiE.=6 Y at Ee=0
2 bei Ev = 1000 Ix und einer Farbtemperatur 2 at Ev=1000 Ix and a calour temperature
der Strahlungsquelle von 2856 K of the emission source of 2856 K
Si-Fototransistoren
Silicon phototransistors
Typ Kenndaten bei .
characteristics at o = 25°C
Pioe Uce lc bei/at Ee le bei/at Ev Asmax  tr te bei/at
Uce Uce le
mwW vV nA v Ix mA v Ix nm s us mA
SP 201 >0,25
SP201 A 1,2...33
SP201 A1 1.2
SP201 B 50 32 <100, 15 0 2,7...57 5 1000 780 5 5 0,25
SP201B 1 2,7
SP201C 47...84
SP201C1 4,7
SP201D >7
SP 211 . 0,25
SP211 A 04 ...08
SP211B 50 50 <100 25 0 063 ... 1,25 5 1000 850 10 10 0.8
SP211C 1,0 ...20
SP211D 16 ...32
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Optoelektronik Opto-electronics
Optoelektronische Koppler
Opto-electronic couplers
Typ Grenzdaten bei 9. = 259C Empféinger "Koppelelement
max. ratings  at o =2 receiver coupling element
Ur le Peot Uce Ur Uio Ubertra- transmission trs tr
v) (mA) (mW) ) v) (kV) gungsfaktor factor ((us)
MB 101 2 50 50 Fototransistor 15 5 49 5,0
MB104A 6 40 200 Fototransistor 32 4 409 2,0
MB 104 B 6 40 200 Fototransistor 32 4 100 %0 2,0
MB104C 6 40 200 Fototransistor 32 4 160 %o 20
MB 110 3 100 50 Fotodiode 50 2 29/ 0,7
MB 111 3 30 100 Fotodiode 3 2.8 0.1
Anode Anode
!
©|
o)
05
_O.; y
240, Emitter
o
") ' ory
Koliekt Q
lek or | i olN
i -~
; 207207
e P20F1Y5 19
095 12845
Lrf 107 Por207
Katode am cathode on Kafode am cathode on
Gehduse case Gehduse
SP 101, SP 103 SP 102 SP 201 SP 211
arbpu 03
Anode /F rbpunkt colour point Kellehtor .o < 95max
7 \ olo 17 12088 6.210.2
] e . 3 phay
wr 4 —_— . —— Wil 1
| - - Y Y L
Katode Emitter —- ) i f )
8s 16 1 NNt AN T [
a3 Gy gt | BEL L 0 B, o f\\
SR i \Z’ 15 - V0254005
MB 101 x25-1 J!
lot¥ahig verzinnt
. 8 7. .6 15 solderabletinned
12 — ‘ J
- .-—.-}.._;.... —
et %ﬁﬁ
Talal 1 J \ v 2! 13 T4
).f \\“ Markierung fiir AnschiuB 1

MB 104, MB 110

marking forconnection 1

MB 111
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Optoelektronik Opto-electronics
Infrarot-Emitterdioden
Infrared-emitting diodes
T);p Grenzdaten bei Informationsdaten bei
max. ratings at b = 25°G electrical choracteristics at ¢ = 25°C
Peoe Unr le leam Ur bei 2» 42 e bei te te bei
ot at at
) Ie Ie leaw
mwW \Y mA mA v mA  nm nm  uW/st  mA ns ns mA
va 110 >200 50
vQ 1108 75 2 50 100 <15 50 940 75 > 8§00 50 <1000 <1000 100
vQ1i0C > 1800 50
.Pe
W
vQ 1%0 A > 400 50
vQ 1208 150 2 100 <15 50 940 60 > 700 50 <2000 <2000 100
vaQi120C > 1000 50
Lichtemitterdioden
Light-emitting diodes
Typ Grenzdaten Kenndaten bei
max. ratings characteristics at 9o =25°C
Ur If Ur bei Ir Amax v Farbe colour
v mA v at mA nm med
VQA 12 5 30 <18 20 630 ... 690 0,1 rot red
VQA 13)) 5 50 <1.8 20 630 ... 690 0,4 rot red
VQA 13 A) 5 50 <18 20 630 ... 690 0,7 rot red
VQA 13BY) 5 50 <18 20 630 ... 690 1.3 rot red
VQA 13-13) 5 50 <18 20 630 ... 690 04 rot red
VQA13-A...D) 5 50 <18 20 630 ... 690 07...40 rot red
VQA 15 5 40 <18 20 630 ... 690 04 rot red
VQA15A...C 5 40 <18 20 630 ... 690 04...09 rot red
VQA 23 5 50 <30 20 555 ... 570 0,6 grin green
VQA23A...D 5 50 <30 20 555 ... 570 06 ... 40 grin green
VQA 23-13) 5 50 <30 20 555 ... 570 0,6 griin green
VQA231A...D3 5 50 <30 20 555 ... 570 06 ...40 grin green
VQA 25 5 30 <30 20 555 ... 570 0.4 griin green
VQA25A...F 5 30 < 3,0 20 555 ... 570 04...30 grin green
VQA 33 5 50 <25 20 580 ... 600 0,6 gelb yellow
VQA33A...D 5 50 <25 20 580 ... 600 06...40 gelb yellow
VQA 35 5 30 <25 20 580 ... 600 0,4 gelb yellow
VQA35A...F 5 30 <25 20 580 ... 600 04 ...30 gelb yellow

) Farblose Verkappung
2) Roteingefdrbte Verkappung
3) Glasklare Verkappung
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) colouress encapsulation
?) red-inked encapsulation

3) Pellucid seal



Optoelektronik

Lichtemitteranzeigen

Light-emitting displays

Opto-electronics

Typ Grenzdaten Kenndaten bei 9. = 25°C
max. ratings characteristics at ¢
Pewoe 1Y) leam’) Ur")?) Ur bei Amax Iv bei Anzeige- h
at at art
I Ir display
mW mA mA V v mA nm ucd mA typ mm
VQB 37 80 5 50 <3 <1,9") 7 630 ... 690 25 7 7 Segment 3
VQB 71 410 15 100 <4 <3.6%) 10 630 ... 690 150 10 7 Segment 7
VQB 73 220 15 100 <4 <3,6%) 10 630 ... 690 150 10 -l — 7
) je Segment und je Dezimalpunkt ") each segment and cach decimal point
2) bei #a = 25...70°C Y at da=25...70'C
3) je Segment '} each segment
#4.0 2

vaQa 110

. -7
Korode H g;
| RE &
i | 3]3 |
. (]
BT
vQ 120

X)) Durch Linsen-~

increased by
(ens design

QprF307

Anode
Katode |

05,08},

25

QATF1o”

VQA 12

wirkung ver-
grogelgt sichtbar

R2%
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VQA 13
VQA 13-1
VQA 23
VQA 23-1
VQA 33

e

3 Imol__
'

L

2.7

65

|
015

[N Az» ?-—J Qarser

125

Mg-g

v
A |
'

diE

K2

VQB 71/A

maox. 15,3

"



Transistoren Transistors
Si-npn-NF-Transistoren
n-p-n AF Si-transistors
Typ Grenzdaten bei #a =25°C elektr. Kenndaten bei 8= 25°C
max. ratings at % = 45°C**  electrical characteristics  at e
Pior Ucso Uceo Ueso lc hz1e2) bei Ic fr3) F bei Ic f Ry lcso  bei
at at at
Uce Uce Ucs
mwW V v VvV mA \" mA MHz dB V mA kHz kQ uA v
SC236 200 30 20 5 100 56 ...560 6 2 170Y) <01 30
SC 237 200 50 45 6 100 56 ...560 6 2 170Y) <8 6 02 1 2 <0,1 50
SC 238 200 30 20 5 100 56 ...1120 6 2 170Y) <8 6 02 1 2 <0,1 30
SC 239 200 30 20 5 100 112...1120 6 2 170Y) <4 6 02 003...15 2 <01 30
SC239s 200 30 20 5 100 112...1120 6 2 170Y) <46 02 003...15 2 <01 30
SCE 237** 150%) 50 45 5 100 112...560 6 2 >50 <10 6 02 1 2 <03 50
SCE 238** 150%) 30 20 5 100 112...1120 6 2 >50 <10 6 02 1 2 <01 30
SCE239** 150%) 30 20 5 100 112...1120 6 2 >50 <4 6 02 003...15 2 <01 30
*) Zusétzliche Garantie eines Rauschfoktors im Frequenzbereich *) Guaranteed noise factor at frequency
von 15...50Hz Un = 0,135V range 15...50Hz Un = 0,135V
(Rauschspannung am Eingang des Transistors) (noise voltage at the transistor input)
Typ Grenzdaten bei o elektr. Kenndaten bei
max. ratings at Ba=25°C electrical characteristics at fa= ?5 °¢
Peor  Ucso Uceo Ueso Ic  Ic  hye?d) bei Ic 3 F bei Ic f Rg lceo  Dbei
at at at
Uce Uce Ucs
mW vV v v mA mA v mA MHzdB V mA kHz k2 uA \"
SC 307 250 50 45 6 100 200 56 ...560 6 2 3003 <8 6 02 1 2 0.1 45
SC 308 250 30 25 5 100 200 56 ...1120 6 2 300%) <8 6 02 1 2 0.1 30
SC 309 250 30 25 5 100 200 112...1120 6 2 300 <4 6 02 003...15 2 0.1 30
) Ree=1k®2 3) typischer Wert
2) selektiert nach Stromverstérkungsgruppen 4 da=145°C
selected by current-gain groups
hyze bei/at f =1 kHz
Si-npn-HF-Transistoren fiir Videoendstufen
n-p-n RF Si-transistors for video output stages
Typ Grenzdaten bei . elektr. Kenndaten bei .
max. rotings ot da = 25°C electrical characteristics at da = 25°C
Pwr Ucso Uceo Ueso e Rehje hate bei/at Ic fr Uctsee bei/atls Czae lcso  bel/at
Ucer . Uce le Ucs
w Vv v v mA  K/W v mA MHz V mA mA pF nA V
SF 357 6" 160 160 5 10 <10 >25 10 30 >60 <1 30 6 45 <5 100
SF 358 6) 250 250 5 10 <10 >25 10 30 >60 <1 30 6 45 <5 200
SF 359 6" 300 300 5 100 <10 D25 10 30 >60 <1 30 6 45 <50 250
SF 369 22) 250 250 5 30 <20 >50 10 30 >60 1 30 6 45 <50 200
) dc=90°C
) dc=110°C
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Transistoren Transistors

Si-npn-HF-Transistoren
n-p-n RF Si-transistors

Typ Grenzdaten bei 3a=25°C elektr. Kenndaten bei 0= 25°C
max. ratings at da = 45°C** electrial characteristics at «=25
Pior  Uceo Uceo Ueso le hy€6) bei lc fr Ucesact bei s F bei f lceo  bei
: at at ot at
Uce le le Ucs
kHz
mW V v v mA v mA MHz v mA mA dB mA MHz* sA v
SF 126 600 33 20 7 500 18...560 2 50 >60% <05 150 15 45 02 1 <01 33
SF 127 600 66 30 7 500 18...560 2 50 >60% <05 150 15 45 02 1 <0,1 66
SF 128 600 100 60 7 500 18...560 2 50 >60%5 <05 150 15 45 02 1 <0, 100
SF 129 600 120 80 7 500 18...280 2 50 >60%) <05 150 15 <0,06 100
SF 136 300 20 12 5 200 18...560 1 10 >300%) <03 10 1 48 5 36* <01 20
‘'SF137 300 40 20 5 200 18...560 1 10 >300% <03 10 1 48 5 36* <01 40
SF 225 200 40 25 4 25 >40 10 1 500" <5 1 200 <05 40
SF 235 200 40 25 4 25 >28 10 1 4007 <4 1 100* <05 40
SF 240 160 40 30 4 25 30...150 10 4 430%) 3 4 36* <05 40
SF 245 200 40 25 4 25 >38 10 7 7803 3 2 200* <05 40
SFE 235** 1507) 40 25 4 25 >28 10 1 <4 1 100 <05 40
SFE 245 1507) 40 25 4 25 >38 10 7 3 2 200 <05 40
) Uce=10V, lc=1 mA, f=100MH:z 6) selektiert nach Stromverstarkungsgruppen
) Uce=10V, lc=4 mA, f=100MHz selected by current-gain groups
3 Uce=10V, Ic=7 mA, f=100 MH: hize bei/at f =1 kHz
) Uce=10V, Ic=10mA, f=100 MHz 7) fa=45°C
5) Uce=10V, lc=10mA, f=15 MHz
25 A 29
£t el
SSH St £8C L
l' >
'-o] AN
06 |
06 > ‘;{’ r
e Q o
© ¥ Lot o
SC 236...
SC 239
1 ) v
T SC 307... T SF 225 ~
——het SC 309 : SF 240, SF 126... ) SF136...
EBC SF 235 BEC SF 245 —20%5 sF 129 " SF 137
010 19
& I 095
Q
w (——= 1 E 1 i 8
i SR \“’7 ‘ a4
'T ~ ~N
15 N _ﬁ
Q 09 c
04
8 N o
24 ,
SF 357...SF 359 SCE 237...SCE 239
SF 369 SFE 235...SFE 245
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Transistoren Transistors

Si-npn-Schalttransistoren
n-p-n Si-switching transistors

Typ Grenzdaten bei #a =25°C elektr. Kenndaten bei 90 = 25°C
max. ratings at o =-45°C* electrial characteristics at o
Piot  Ucso Uceo Ueso lc hye bei lc Ucesae bei I8 ton ton bei lceo  bei
at at at at
Uce le le Ucs
mwW V \" v mA \' mA V mA mAns ns mA uA \"
SS 106 300 25 15- 5 200 18...560 1 10 <05 10 1 <40 <75 10 <0,05 15
S5 108 300 40 15 5 200 18...560 1 10 <05 10 1 <40 <75 10 <0,05 20
SS 109 300 20 15 5 200 18...280 0,7 100 <0,5 . 100 10 <40 <75 10 <0,05 15
SS 216 200 20 15 5 100 18...280 05 30 <045 30 3 22 28010 <01 20
S5 218 200 20 15 5 100 18...280 05 30 <045 30 3 <35 <60 10 <01 20
S§219 - 200 20 15 5 100 18...280 0,5 30 <0.45 30 3 <35 <30 10 <01 20
SSE 216* 150" 20 15 5 100 56...280 05 30 <045 30 3 22 28010 <01 20
SSE 219* 150" 20 15 5 100 56...280 0,5 30 <045 30 3 <35 <30 10 <01 20
SSY 20 700 60 40 5 600 8 ...71 1,3 500 <1 500 50 <50 <100500 <02 50
’) 00 =45 °C
Si-npn-Spezialtransistoren zur Ansteuerung von Ziffernanzeigershren
n-p-n Si-special transistors for driving numerical display tubes
Typ Grenzdaten bei ~ R elektr. Kenndaten bei — oso
max. ratings at P == 25°C -electrical characteristics at de 25°C
Piov  Ucso Ucev  bei  Uweo ¢ haie bei I Ucksae bei Is lcev bei
at . at at at
-Use Uce le Uce
mnw Vv v \Y v mA v mA \Y mA kA pA v
SS 200 150 70 70 1 5 30 32 3 10 - 06 1 3 70
SS 201 150 100 100 1 5 30 ~32 3 10 - .06 1 an o< 100
SS 202 150 120 120 1 5 30 32 3 10 0,6 1 KNG 120
Si-npn-Leistungstransistoren
n-p-n Si-power transistors
Typ Grenzdaten bei .~ elektr. Kenndaten bei =~ |
max. ratings at ) = =10...+120°C electrial characteristics at §a=25°C
Por  Ucesm Uceo lc lam hae  bei/at lc  Ucesor Usesae  bei/at Ices bei/at
Uce . le s Uce
w \) v A A v AV v A A mA \'
SD 168 12,52) 300 30 25 >75 5 02 <30 <15 10 02 <309 300
SD 600 100) 120 80 30 1,0 >15 10 10 <15 <15 10 02 <05 120
SD 601 1009 60 50 30 1,0 >20 6 10 <1,0 <10 10 01 <02 60
SD 602 1007 120 8 30 10 >20 6 10 <10 <10 10 01 <02 120

) 9c<80°C 2 dc<95°C 3 lceo
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Transistoren Transistors
Si-npn-Leistungsschalttransistoren
n-p-n Si-switching power transistors
Typ Grenzdaten bei _ elektr. Kenndaten bei _
max. ratings at % = —10...+115°C electrial characteristics at fa=25°C
Peot Ucesm Uceo Ic(av) lem lsm hye bei/at Ic  Ucksar  Usesae bei/at  tr lces  bei/at
Uce lc Is Uce
w ) vV A A A v AV v A A s mA V
SU 160 12,5 1500 700 50 7.5 4.0 >2255 45 <5,0 <1,5 45 2,0 <1,09 <10 1500
SU 161 1002 1500 350 25 30 25 >20 5 2,0 <5,0 <15 20 1,0 1,09 <3,0 1500
SU 165 10,0) 900 35 25 30 25 >50 5 05 <30 <15 1,0 02 <50% <10 900
N 8c<95°C 3) lcend = 4,5A, lsenda =2,0A,ts = 10 113
) dc<90°C ) lcena=2,0A,loend =1,0A,ts = 10 us
5) ton lc=1,0A, Is=02A, —ls =04 A, Ucc =250V
25
erfte-
- o
£8C Sl £ 8¢C
[
06 o) : =2 0,95
Kad 3 8
o m <  — I
-~ ~N
o \ R‘ c
= 0% a9 04
) EBC | 2045 13 ' 30
$5106...55109 SS216...SS5219 SSY 20 SSE 216, SSE 219
S$$200...5S 202
| e _Max 27 oy max 10,
C\ maxi
B
E
N
8 4L oy
E H
5[ '1
o max23 FOOA7A7

SD 168
SD 600...5SD 602
SU 160...SU 165
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Transistoren Transistors
Si-MOS-Feldeffekttransistoren (n-Kanal-Verarmungstyp)
Si-MOS field-effect transistors (n-channel deleption-type)
Typ Grenzdaten  bei . Informationsdaten bei e
max. ratings at 9o = 25°C electrical characteristics  at Pa == 25°C
Peot Uos bei Ues Uog lo lo Yo bei -Ur bei Re
mW v at v v mA mA mS at v at
-Ues Uos lo
v v 1A T8
SM 103 150 20 12 —15/45 32 15 3 ...012 >13 8 12 10 >1
SM 104 150 20 10 —-15/+5 30 15 1.5...65 1,0 8 <8 10 >1
Si-MOS-Feldeffekttransistoren (p-Kanal-Anreicherungstyp)
Si-MOS field-effect transistors (p-channel enhancement-type)
Typ Grenzdct(en bei Informationsdaten bei .
max. ratings at e =25°C electrical characteristics  at o =25°C
Pwor  Ups Ucs Uoc Uss -lo -lo Ya bei -Ur bei  Cges Ros
mW  Uos Uoe lorm * at at
-Uos -lo
v v v \ mA  mA mS v v uA pF 2
SMY 50 225 -31/40,3 —31/+0,3 +31 -15/403 25 10 2 10 3...6 10 <12 150
SMY 51Y) 240 -31/403 -=31/403 =+31 0 20 12 2 10 3...6 10 <12 150
SMY 52 300 -31/403 -31/403 +31 -15/403 60 50 12,5 10 3...6 10 <38 35
120 *
SMY 603) 240 -25/40,3 .-25/403 425 -—15/40,3 20 >2.8 10 <10
v} 105.02) 400 -31/403 -31/403 431 0 25 >3 2 3...6 10 <12 150
) Doppeltransistor 1) dual transistor
2) 6-fach-Transistor (MOS-Schaltkreis) ?) six-transistor MOS circuit
3) Doppeltransistor ohne Gateschutzdioden, 3) dual transsitor without gate protecting diodes with
getrennter SubstratanschluB isolated bulk connexion
Ge-pnp-HF-Transistoren
p-n-p RF Ge-transistors
lyp Grenzdaten bei elektr. Kenndaten bei
max. ratings at 9 = 25°C electrical characteristics at 9 = 25°C
Pior  -Ucso -Uceo -Ueso -lc haie bei -lc fr F Gpb  bei -le f -lcso  bei
at at at
-Uce -Uce -Ucs
mW VvV \" \" mA \" mA MHz dB dB v mA MHz A v
GF 145 60 20 15 0,3 10 >10 12 1.5 600" <9 >9 12 1,5 800 <8 20
GF 147 60 20 15 0,3 10 >10 10 2 650%) <6 >11,5 10 2 800 ) 20

) —Uce=12V, =lc =1,5mA, f= 1000 MHz

2) —Uce=10V, —lc =2 mA, {=1000 MHz
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Transistoren Transistors
Ge-pnp-Leistungstransistoren
p-n-p Ge-power transistors
Typ Grenzdaten bei Cmee elektr. Kenndaten bei e
max. ratings at e = 25°C electrical characteristics at e = 25°C
Piot  -Ucso -Ucer bei  -Ueso -lc  hate bei -le fr -Ucksac bei -ls ton to# -lces bei
at at at at
Ree -Uce -le -Ucs
w v v 02 v A v A kHz V A A pus ps mA V
GD160 53') 20 18 50 10 3 18.... 90 2 1,5 >180%) <0.6 3 05 <1,5 20
GD170 53') 33 30 50 10 3 18...90 2 1,5 >1802) <0,6 3 05 <1 33
GD175 5.3!') 50 48 50 10 3 18...9¢ 2 1.5 >1802?) <0,6 3 05 <1 48
GD180 53" 66 60 50 10 3 18..,90 2 1,5 >180?) <0,6 3 05 <1 60
GD?240 10') 30 28 50 10 3 18...140 2 2 >2503) <0,6 3 0S5 <2,5 30
GD?241 i0') 40 35 50 20 3 18...140 2 2 >2503) <0,6 3 05 <30 <16 <25 40
GD?242 10') S0 48 50 20 3 18...140 2 2 >2503) <0,6 3 05 <40 <22 <25 50
GD243 10') 65 60 S0 20 3 18...90 2 2 >250%) <0,6 305 <44 <24 <25 65
GD?244 10" 75 70 50 20 3 18...90 2 2 >2503) <0,6 3 05 <32 <34 <25 75
1) #c =25°C
?) —Uce =6V, =lc =03A
) —Uce =6V, —lc=01A
L man20__ La _MIXOS Lo mOX14S - maxt9s e max?S_
4 ! : , !
E _’T + . -J' .;r' 1 . .
a0 H: i H:
g ) | | I i’
0585 ¥ D X ; 035 u
28] ! - - ! . - "%Ts
6 8 G 5 85 6 - 8 0,5, -0 D5 0, 8 0Dy D, D
Y M0 M0
_1'—l_' n. L1
‘_l
03 3 < D, 3.1 |
6 0; 5 6, D] 31 Wy, S5 Gg 35 Gl/. 0G5 62 ﬁ]
SMY 50 SMY 51 SMY 60 U105
SMY 52 105D
16 16
3 %‘ l[ B
Q ‘© BO R © b &
] Z 1) ) B
Ma} o O)w /
0
2 23 23
- 31 31
‘12‘[ [ ] ! -
B oW
™S u
NLJJ =+ e
t . L ]
\ ; [}
. $045 v S W
0 g |
DGS ! L2
GF 145
GF 147 SM 103, SM 104 GD 160 ... GD 180 GD 240 ... GD 244
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Si-Varaktordioden
Si-varactor diodes

Diodes

Typ Kenndaten  bei

%) Speziell fiir Rechentechnik, hohe Stabilitét der DurchlaB-

spannung

78

voltage

characteristics ot Ja = 25°C
Pin (UTTYVI U (BR) bei/at < fa bei/at Ls t bel/at C Rehie
In Ur Ur
w ' mA V uA pF GHz v nH ns v pF K/W
SAZ 54 6 90 10 >9% 100 40...80 >20 [} <2 >12 6 0,6 <10
SAZ 61 1,5 60 10 >60 10 05...1,0 >100 [ <15 >3 6 0,45 <100
SAZ 71 1 30 >30 10 03...05 >150 6 <15 0,45 <200
Si-Schaltdioden
Si-switsching diodes
Typ Grenzdaten bei . Informationsdaten bei
max. ratings ot Pe = 45°C electrical characteristics at V¢ = 23°C
Poe U Uaan If lenm Irsm lo Ur bei In bei Ceoc tee
Urm® lem* at at
Ie Ur
mW v \' mA mA mA mA ' mA uA v pF ns
SAY 12 430 50 75 300 600 2000 2C0 <1 200 <01 50 <4) <4 7)'
SAY 16 430 30 35 300 609 2000 200 <1 200 <011 30 <4 <47
<5 35
SAY 17 300 50 60 175 350 2000 115 " <1 100 <0,1 50 <31 <29
) <5 60
SAY 18 300 25 35 15 225 2000 75 <1 30 <007 25 <4 <2
<5 kL]
SAY 20 300 15 20 75 150 2000 50 <1 10 <0,05 15 <4 <47
. <5 20
SAY 30 150%) 25 30* 30" 60° 150 <0.81 3 <0,04 25 <813 <65 %)
>0,5 0.1
SAY 32 1504) 25 30° 50 100° 250 <1 15 <0,04 25 <8 <65 ?)
SAY 40 1504) 15 20° 20 40° 100 <0.84 3 <0,06 ) <83 <10 ?)
. >0.5 0.1
SAY 42 150%) 15 20°* 30. 60* 150 <1 10 <0,06 15 <8 <210 )
SAY 73%) 430 50 75 300 600 2000 200 <1 200 <0,1 50 <4 <47
SA 403 100Y) = 25 30° 30 60° 150 <0.81 3 0,04 25 <83 <65 %)
>0,5 0,1 -
SA 418 1004 80Y) 100%) <12 100 <0,5 ) <87 <710007)
) Un=0V, f=1MHz, Uur = 50mV 2) at switching from lf = 10mA to Ur = 6V
measured at ir = 1 mA, RL == 50 2
) beim Schalten von lr == 10 mA auf Ux = 6V 3) Un=0V, f=05MHz
gemessen bei Ix == 1 mA, Ry =50 2
) Pdo=25°C
4 B#a=25°C
5) specifically for computing technique, high stability of forward



Dioden Diodes

M5 0236
y =
Xatode
S é :
T JSW10
\ 98 max
& 3 N
N 3
§|  Keramik ©
S| ceramic ] g«]
| max
/ ~ |- "
. ¥
O 'a /l'ﬂfddfﬂ
2 02%
SAZ 54 SAZ 61, SAZ N
& i < % : g06 06
. ) I F Farbring
o S = N F I ) = ~ - Katode:
= } LS F SA¥ 12 orange L
AY 16 grin M
.42 42 P savr ?o?b Farbpunk
* AY 18 gel :
! SAY 20 schwarz g’: :?; ’goetlb
06 BN I gf“ ] SA 418 griin
5 S . =
l o - i | Q| Aofode Katode N ©| %)
7! | ' ™ .
7 , L ~ g4 L colour ring e c:l(zu:’ point
: - - s 4| cathode: 0 cathoce:
! g Katode TN e - | SAY12 orange ™ 22 :?g ;:(I’Iow
-~ | | SAY 16 green o02.% SA 418 green
23, | SAY 17 red 9
¥ lL_] SAY 18 yellow -
I \l SAY 20 black
04 i .
5.
SAY 30...SAY 42 SAY16L2...20L2 SAY 16B...208B SA 403,
SAY 12L2, SAY73L2 SAY 128B SA 418
Furbgenr;zeichnung
auf Stirnfldche z
wie Bauform B I6tbar
SAY 73L 2 weil} solderable

Colour coding on
farce as B design
SAY 73 L 2 white
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Si-Mehrfachdioden
Si-diode arrays

Typ Grenzdaten  bei

Inform

ationsdaten

bei

max. ratings at 0 25°C electrical characteristics at Ja = 25°C
bei/at bei/at
Piot Ur UM le lem Ue Ie In Ur Ciot tie |
mW v Vv mA mA \ mA nA v pF ns mm
SAL 21 150 15 20 4,2
SAL 43 200 15 20 <1.7 3 <60 15 <6 1) <10?) 10,1
SAL 45 300 15 20 15,1
SAM 42 150 9
SAM 43 200 <0,84 3 11,5
15 20 20 40 <60 15 <8 YY) <710 ?)
SAM 44 250 >0,5 0,1 14
SAM 45 300 16,5
SAM. 62 150 9
SAM 63 200 <0,84 3 11,5
15 20 20 40 <60 15 <8 1Y) <10 9
SAM 64 250 >0,5 0,1 14
SAM 65 300 16.5
) Un=0V, f=>500kH:z 2) beim Schalten von lr = 10 mA auf Un =46V
gemessen bei ir = 1 mA, RL =50 %
at switching from lf = 10mA to Ur =6V
measured at ik = 1 mA, RL = 50 £
Si-Schalterdioden
Si-diode switches
Typ Grenzdaten bei Informationsdaten bei
max. ratings at e = 25°C electrical characteristics at ¢ = 25°C
Peot Un Ie Ur bei I bei rF bei f ¢ bei
at at at at’
le Ur le Ur
mW v mA v mA nA \' 02 mA MH2 pF v
SA 412 120 20 100 <1,2 100 <100 20 <1 10 30...300 <31 10
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Dioden Diodes

_|lga6 SAL 43,45
] &orbcp’unki e . R ' . .
atode: -V "
SA 403 rot 1T o ? @@@@@@
SA. 412 gelb i g & SAM42...45
SA 418 griin j **%%
Katode _ || [|°|= ; *
N ]
H colour point : 03 @ @ @ @ @ @
0 cathode: m JAM&‘Z...J‘J.
o SA 403 red
o2 gﬁ 1 oo SAL 41 SAL 43, SAL 45, létbor
J green SAM 42 .., 45 solderable
M SAM 62 ... 65 @@@@@@
SA 412
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Si-Z-Dioden
Si-Z diodes

Typ Kenndaten bei -
characteristics at 0°=23°C
Peot Uz rz TKuz Ur bei Ur bei
bei at lz=5mA at at
le Ir
mW \' a2 *o k \' mA " uA
SZX 18/1 0,65...0,85 <8 —0,26...—0,23
SZX 18/5,6 50 ...63 <65 —0,03... 0,05 >1
SZX 18/6,8 60 ...7,5 <10 —0,01...-40,07 >2
SZX 18/8,2 73 ...92 <8 +0,02... 40,07 >3.5
SZX 18/10 88 ...119 <17 +0,05...40,08 >5
SZX 18/12 500 10,7...134 <30 -+0,06...-40,09 <11 50 >7 1
SZX 18/15 13,0...16,5 <40 +40,07...40,09 >10
SZX 18/18 16,0...20,0 <55 +0,08...40,095 >10
SZX 18/22 19,6...24,4 <90 +0,08...40.1 >12
SZX 18/27 24,1...30,0 <100 +0,08...+40,1 >14
SZX 18/33 29,6...36,5 <100 +40,08...+401 >17
SZX 19/5.1 48 ...54 <75 —0,05...-0,03 >1
SZX 19/5,6 52 ...60 <60 —0,03... 40,05 >1
SZX 19/6,2 58 ...66 <35 —0,02...-0,06 >1
SZX 19/6,8 64 ...72 <8 —0,01...40,07 >2
SZX 19/7.,5 70 ...79 <7 +0,02... 40,07 >2
SZX 19/8,2 7.7 ...87 <7 +0,03... 40,07 >3,5
SZX 19/9,1 85 ...96 <10 +0,04... 40,08 >35
SZX 19/10 94 ...10,6 <15 +0,05... 40,085 >5
SZX 19/11 104...11,6 <20 +0,05... 40,09 >5
SZX 19/12 500 11,4...12,8 <20 +0,06...-0,09 <11 50 >7 1
SZX 19/13 12,5...14,0 <25 +0.07... 40,09 >7
SZX 19/15 138...155 <30 +0,07... 40,095 >10
SZX 19/16 15,3...17,0 <40 +-0,08... 40,095 >10
SZX 19/18 16,8...19,0 <50 -40,08...-40,095 >10
SZX 19/20 188...21,0 <55 +0,08... 40,1 >10
SZX 19/22 20,8...23,0 <55 +0,08...+40,1 >12
SZX 19/24 228...256 <80 +0,08...40,1 >12
SZX 19/27 25,1...28,9 <80 +40,08...40,1 >14
SZX 19/30 28,0...32,0 <80 +0,08...401 ’ >14
SZX 19/33 31,0...350 <80 +0,08...40,11 >17
SZX 21/1 0,73...0,83 <8 —0,18...—0,22
SZX 21/5,1 48 ...54 <60 —0,05...-40,03
SZX 21/5,6 52 ...60 <40 —0,02...40,05 >1
SZX 21/6,2 58 ...6,6 <10 —0,01... 40,06 >1
SZX 21/6,8 64 ...72 8 —0,00...-40,07 >2
SZX 21/7.5 70 ...79 <7 +0,02... 0,07 >2
SZX 21/8,2 7.7 ...87 <7 +0,03...+40,07 >3.5
SZX 21/9.1 85 ...96 <10 +0,04... 40,08 >3.5
SZX 21/10 250 9.4 ...10,6 <15 +0,05...-40,08 >5
SZX 21/11 400 %) 10,4...11,6 <20 +0,05...-40,08 <1,0 50 >5 1
SZX 21/12 11.4...128 <20 +0,06...-0,09 >7
SZX 21/13 126...14,0 <25 40,065 ... 40,09 >7
SZX 21/15 13.8...15,5 <30  +40,07...40,09 >10
SZX 21/16 153...17,0 <40 +0,07...40,09 >10
SZX 21/18 16,8...19,0 <55 +0,07...40,09 >10
SZX 21/20 188...21,0 <55 +0,07...40,09 >10
SZX 21/22 20,8...23,0 <55 +0,07...-40,09 >12
SZX 21/24 22,8...25,6 <80 +0,075... 40,095 >12

) #c=25°C
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Si-Leistungs-Z-Dioden

Si-power-Z-diodes
Typ ‘ Kenndaten bei
characteristics at et =25°C
Proc Iz 122) I¥ Uz  rd bei/at  TKuz®)  Remge
Rth[a.
1]
w mA mA mA v 2 mA 10-4/K
SZ 600/0,75 %) 1000 3000 0,65 ... 0,85 15 100 -
SZ 600/5,1 185 1450 48 ... 54 5 100 -1
SZ 600/5,6 165 1330 52 ...60 2 100 -2
SZ 600/6,2 150 1210 58 ... 66 2 100 +3
SZ 600/6,8 139 1100 64 ...72 2 100 -3
SZ 600/7,5 126 1010 70 ...79 2 100 +4
SZ 600/8,2 13 910 77 ...88 2 100 +5
SZ 600/9,1 1 104 830 100 85 ...96 4 S0 +6 <8
" SZ 600/10 82 94 750 94 ...106 4 50 +6 < 100*
SZ 600/11 86 690 104 ... 11,6 7 S50 +7
SZ 600/12 78 630 11,4 ...127 7 - 50 +7
SZ 600/13 n 570 12,4 ... 141 n 50 +7
SZ 600/15 63 500 138 ... 157 n 50 +7
SZ 600/16 58 470 152 ... 171 15 25 -+7
SZ 600/18 ‘ 52 420 168 ... 19,1 15 25 +7
SZ 600/20 : 47 380 188 ... 21,2 15 25 +8
SZ 600/22 43 350 20,8 ... 23,3 15 25 18
") in FluBrichtung gepolte Diode ) mit Kiihlblech 200X 200X 3mm? 3) typischer Wert
forward-biased diode with heat sink 200200 < 3mm3 typical value
Btba 8 o
solderatie —{[]_] X *3
I om ) 1 2
8 "'F n{f’:i N ' 2
< %2 . g
Farb ! Y )
. arbring N 2 p£93
coFZZ'i’;% 8| Katode: | gol* 3 I
(Kalode) g dl, T £
m| SZX 18 schwarz ~ T w3
* | I + o 0'
. — SZX 19 rot Wl IN e ai
#2 max| . | ' } ng,
T ! &
lotbar colour ring i g
solderaolc\:dg cathode , I - » u}_ .:I_:. M
| SZX 18 black 121 PR ﬂ
#06 max SZX 19 red 220 e LI N
SZX 18, SZX 19 SZX 21 SZ 600
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Dioden

Si-Referenzelemente

Si-reference diodes

bei

Typ Kenndaten .
characteristics at 90 = 25°C
Pt Uz rz Iz TKuz 4Uz bei/at diz bei/t
0“ A l’
mwW v n mA  10°5/K mV °C uA K
SZY 20 <10 <66 <32
SzY 21 100 84 = o4 <25’ 5 <5 <33 0...75 <16 1
SZY 22 <2 <132 <6.4
SZY 23 <1 <6.6 <32
) <250 75
Si-Gleichrichterdioden
Si-rectifier diodes
Typ elektrische Kenndaten
electrical characteristics
Urwd  Unem Ursm le(av)®)  Ie(av))®) le(rms)  lerm Ur In7) Runje
R(Ma.
v v \ A A A A \" mA K/W
SY 170/1 100 =8
SY 170/2 200 18* <6
sYinn 100 17** 25 39 100 =<1 <8 <1,2
SY171/2 200 =6
SY 180/1 70 100 100
SY 180/2 140 200 200
SY 180/4 280 400 400
SY 180/6 420 600 600 162) 30 47 250 <13 < <11
SY 180/8 560 800 800 <5.9%)
SY 180/10 700 1000 1000
SY 180/12 840 1200 1200
SY 180/14 980 1400 1400
SY 320/0,75 75 100 110
SY 320/1 100 130 150
SY 320/2 200 260 300
SY 320/3 300 390 450
SY 320/4 400 520 600 0,953) <1003%)*
SY 320/5 500 650 750 0,99 3.1 10 =12 <0,15
SY 320/6 600 780 900
SY 320/7 700 910 1050
SY 320/8 800 1040 1200
SY 320/10 1000 1300 1500
1) bei R-Last 1) with resistive load

2) mit Kiihlkorper K 10
3) volle Lénge

4) AnschluBdréhte auf
5) #a=45°C

6) 6. = 100°C

7) bei 120°C

8) bei 150°C

* direkt eingepreBt in

10 mm gekiirzt

Kiihlkérper K 10

** mit Gewindeadapter und Kﬁhlkarpet K10

84

2) with heat sink K 10

3) with all length

4) wires shorted to 10 mm

5) #a=45°C

6) 8c=100°C

7) at 120°C

8 at 150°C

* directly pressed into heat sink K 10

** with thread adapter and heat sink K 10



[]
Dioden Diodes
Si-Gleichrichterdioden
Si-rectifier diodes
I elektrische Kenndaten
P electrical characteristics
Urwm Urrm Ursm Ir(av)3)  le(avi)®)  1r(rms)  lerm Us Ir7) Rehje
Rm]a‘
Vv v v A A A A v mA K/W
SY 360/0,5 35 50 50
SY 360/1 70 100 100
SY 360/2 140 200 200
SY 360/3 210 300 300
SY 360/4 280 400 400 0.9¢
SY360/5 350 500 500 9%
SY 360/6 420 600 600
SY 360/7 490 700 700
SY 360/8 560 800 800 31 8 <1,2 <0,3%) <115*
SY 360/9 630 900 900
SY 360/10 700 1000 1000
4) AnschluBdréhte auf 10 mm gekiirzt wires shorted to 10 mm
5) #a=45°C da=145°C
6) H#a=100°C & = 100°C
7) bei 120°C at 120°C
8) bei 150°C at 150 °C
)
Katode bei SY 170/1 b
Farbpunkt SY 17072
Kot Anode bei SY 171/1
| SZY 20 schwarz SY 1772
of SZY 21 gelb 3
22 SZY 22 blau e
|5 SZY 23 rot <
=~ 05 dick [ &
|, " n 2
* t ﬁ N ! ) ‘5
4 colour point ; = ¥ o
1 1 cathode: | - i 5
SZY 20 black . <l ¢ - H __§
R SZY 21 yellow 7} § l'ﬂ <
SZV 22 blue 4 y v K
SZY 23 red - ¢Ib Mﬂ-
SZY 20...SZY 23 SY 170, SY 171 SY 180
Farbring
colour ring
(Katode)
82:2 _ o = e
. 8y 8
=] = 7t 31 min 0
6022 N 78 max -
SY 360 SY 320
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Dioden

Schnelle Si-Gleichrichterdioden
Fast recovery Si-diodes

Typ elektrische Kenndaten
electric characteristics
UnrrM Urwn® lr(av) lr(RMS) Usm larm tre Renja
\" v A A v mA ps K/W
SY 335/05 K 50 35 1.4
SY 335/1 K 100 70 1.4 3 <1,2 <0,3Y) <0,5 <60
SY 335/2 K 200 140 1.4
SY 335/4 K 400 280 1,2
SY 335/05 L 50 35 1,4
SY 335/1 L 100 70 1.4
SY 335/2 L 200 140 1,4 3 <12 <0,3) <1 <60
SY 335/4 L 400 280 1,2
SY 335/6 L 600 420 1.1
SY 335/8 L 800 560 1,0
SY 330/1 100 70 0,46
SY 330/2 200 140 0,43
SY 330/4 400 280 0,37
SY 330/6 600 420 0,32
SY 330/8 800 560 0,29 <24 <15%) <0,5 <1153)
SY 330/10 1000 700 0,27
SY 330/12 1200 840 0,24
SY 330/15 1500 1050 0,21
SY 330/18 1800 1260 0,17
SY 330/20 2000 1400 0,16
SY 185/1 100 70
SY 185/2 200 140
SY 185/4 400 280 25 39 <15 <7 0,39 &%)
SY 185/6 600 420 0,6%)
) bei 120°C 4 Gruppe K ) at 120°C Y group K
2) bei 100°C 5) Gruppe L 2) at 100°C 5) group L
3) volle Lédnge ) mit Kiihlkdrper 3) full length 6) with heat sink
. ' * reommended value

empfohlener Wert

Si-Avelanche-Dioden
Si-avelanche diodes

Typ Kenndaten
characteristics
Urwn Urrm U(sr) le(av) ) le(av)?d) le(nMs) leam PrsM I Rehje
\" Vv \") A A A A kwW mA K/wW
SY 180/6A 420 600 >800
SY 180/8A 560 800 1 >1100
SY 180/10A 700 1000 >1400 16¥ 30 47 250 10 <5 <\
SY 180/12A 840 1200 >1600
SY 180/14A 980 1400 >1800
) #a=145°C 2 $.=100°C 3) mit Kihlkérper K 10

3) with heat sink K 10
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Thyristoren

o
Thyristors
Si-Thyristoren
Si-thyristors
Typ Kenndaten bei mce
chatacteristics  at 9a=25°C
Unry \r(av) I1(Mrs) Usr let In ' Ur toe tq Rehje
Uorn
v A A v mA mA \" us us K/W
ST103/1 100
ST 103/2 200
ST 103/3 300 3 45 <3 <20 <20 <18 <10 <100 <6
ST 103/4 400
st 103/ 500
ST 103/6 600
" lr=10A
(5t
o2 I §
|
H P
T anE
2125 -
3~ o
< [ " |
R - e
w g -] 3
S i s B
O o
' [ 9
_ D I
- a" LY - I._ o g8 S .
—— = - — = - — 3 ] -g ~an 8
x 25
o e s,
SY 330, SY 335 SY 180/A ST 103
SY 185
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Freifltichengleichrichter Free-area rectifiers

Silizium-Gleichrichter in Freiflichenbauart (TGL 29 270)
Silicon rectifier in free-area construction

Schaltung  Kenndaten bei Kihlplattenzahl PlattengroéBe Einbauldnge Bolzenzahl  Bolzendurchmesser
circuit characteristics at number of disks size  mounting length  stud number stud diameter
#a=—40...445°C cooling disks
Uan Ucn leh n o) 9?) ns ds
1
\' \' A St mm? mm St mm
25 1 48
50 2 61
M 30, 60, 90 12,25,37 100 4 100220 101 2 8
150 6 142
10 2 58 X58 77 1
173) 2 100X 100 77 1
25 2 100220 60 2
B 30, 60, 90 25, 50, 75 30) 4 100100 99 1 8
50 4 100220 99 2
100 8 100x 220 184 2
150 12 100220 265 2
15 3 58 X58 89 1
25%) 3 100:< 100 89 1
35 3 100220 82 2
DB 30, 60, 90 40,80,120 45%) 6 100100 154 145 1 8
70 6 1003220 154 145 2
140 12 100220 279 261 2
200 18 100220 m 384 2
) o = offene Ausfiihrung ) o=open form
?) g = geschlossene Ausfiihrung ?2) g =enclosed form
3) in Vorbereitung 3) under way

Plattensortiment fiir Selengleichrichter in Freiflichenbauart (TGL 12 221)
Disk assortment for selenium rectifiers in free-area construction

PlattengréBe  Elektrische Kenndaten max. Plattenzahl  Abstand Bolzenzahl Bolzendurchmesser
disks size electrical characteristics max. number of distance stud number stud diameter
disks
Uan len?) lon?) len?) Nmax dp ns ds
W-Reihe X-Reihe Y-Reihe
W-series X-series Y-series

v A A A St mm St mm
16,6 X16,6 0,2 0,13 0,08 32 2,5 1 4
20X 25 0,5 - - 28 55 .1 4
20X25 - 0,3 0,18 28 3.4 1 4
25X 33 - 0,5 - 28 55 1 5
25% 33 - - 0.3 28 3.4 1 5
33%33 1,1 0,85") 05" 24 5,5 1 5
3350 1,6 1,0 08 24 5,5 1 5
50:<50 - 1.6 1.3 40 55 1 8
50X 62 3.0 2,51) —- 36 7 1 8
5062 - - 1,6 36 5,5 1 8
5083 20 - 3.0 2,5 36 7 1 8
50100 25 5,0 4,21) - 30 12 1 8
50100 301 - - 3,01 30 7 1 8
71.X100 7.0 5,0 4,2 30 12 1 8
1) Lieferung nach Vereinbarung 1) available on agreement
?) E-Schaltung; fiir M- und B-Schaltung X 2, 2) one way circuit for 2-way configurations X2,

fir DB-Schaltung X 3 at 3-phase bridge circuit X3
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Freiflichengleichrichter Free-area rectifiers

Plattensortiment fiir Selengleichrichter in Freifldchenbauart (TGL 12 221)
Disk assortment for selenium rectifiers in free-area construction

PlattengréBe Elektrische Kenndaten max. Plattenzahl  Abstand Bolzenzahl Bolzendurchmesser
disks size electrical characteristics max. number distance stud number stud diameter
of disks ’
Uan lon?) lon?) len?) Nmax dp ns ds
W-Reihg X-Reihe Y-Reihe ’
W-seriey  X-serles Y-series
v A A A St mm St mm
100X 100 9.0 7,0Y 50 30 12 1 8
100X 100 10 - - 24 15 1 8
100X 200 18 151) 10 24 15 2 8
100:< 300 27 204) 15 24 15 3 8
100X 300 30 - - 24 18 3 8
100 400 36 271) 201) 24 15 4 8
100X 500 45 361Y) 2719) 24 15 5 8
200X 300 - - 30 24 18 6 8
) Lieferung nach Vereinbarung ) oavailable on agreement
2) E-Schaltung; fiir M- und B-Schaltung X 2, ?) one way circuit for 2-way configurations X 2,
fir DB-Schaltung X 3 at 3-phase bridge circuit X 3

Seleniiberspannungsbegrenzer
Selenium transient voltage suppressor

Parameter PlattengroBe disks size

mm

25X 33 3350 71X100
NennanschluBspannung /V 25 25 25

(sinusférmige 50 Hz-Wechselspannung)
rated connected voltage /V
(sinusoidal 50 Hz a. c. voltage)

AnschluBspannung bei 50 Hz-Dreiphasenschaltung /V 22 22 22
connected voltage for 50 Hz- 3-phase circuit

AnschluBspannung bei Gleichspannung /V 20 20 20
connected voltage with d. c. voltage /V

Nennsperrstrom /mA 10 23 115
rated limiting current /A

Nennbegrenzungsstrom /A 10 20 110
rated reverse current /mA

Héchst zuldssiger Begrenzungsstrom /A 25 60 280
maximum allowable limiting current /A

Nennbegrenzungsspannung /V 55 55 55
rated limiting voltage /V

Héchste Begrenzungsspannung /V 74 74 74
maximum limiting voltage /V

Plattenabstand a/mm i 3,5 4,4 8,0
disk distance a/mm

Bolzendurchmesser d M5 M5 M8
stud diameter d

Einbaulénge |} /mm a(n—1)4-28 a(n—1)+28 a(n—1)+45
mounting length ;/mm

Bolzenléinge I, /mm ;420 l,+20 430

stud length l;/mm

n = Plattenanzahl
n = number of disks

89



Selengleichrichter Selenium rectifiers

Selenkleinstgleichrichter (TGL 24 927)
Selenium subminiature rectifiers

Typ Kenndaten bei o Gehdguse-

: characteristics at U° = 40 ... +40°C abmessungen

case size
UaN lon
v mA mm

E 20 C 60 20 60 5 X11X125
E 25 C 60 25 60 5 X11X125
E 50 C 100 50 100 8 X12X13
E 50 C 200 50 200 9,5X20x 21,5
E 60 C 70 60 70 8 X12x13
E75 C 70 75 70 8 X12X13
E 80 C 125 80 125 9.5X20x21,5
E 100 C 40 100 40 9 X11X125
E 125 C 40 125 40 9 X11X125
M 20 C 120 20 120 5 X11X12,5
M 25 C 120 25 120 5 X11X12,5
M 60 C 140 60 140 8 X12x13
M 75 C 140 75 140 8 X12x13
M 80 C 80 80 80 9 'X11X12,5
M 100 C 80 100 80 9 X11X125
V10 C 60 10 60 5 X11X125
V 12,5 C 60 12,5 60 5 X11X12,5
V3 C70 30 70 8 X12x13
vV3iZzCcio 37 70 8 X12x13
V 40 C 40 40 40 9 X11X125
V 50 C 40 50 40 9 X11X135
B 20 C 25 20 25 7 X7 X8
B 20 C 120 20 120 . 7 X11X125
B 20 C 400 20 400 . 9,5X20% 21,5
B25C 25 25 25 7 X7 X8
B 25 C 120 25 120 7 X11X125
B 25 C 400 25 400 ) 9,5X20%X21,5
B 20 C 200 20 200 8 X12X13
B 25 C 200 25 200 8 X12x13
B 40 C 80 40 80 9 X11X125
B 40 C 250 40 250 9,5X20%x21,5
B 50 C 80 50 80 9 X11X125
B 50 C 250 50 250 9.5X20X21,5

Selenblockgleichrichter im Metaligehduse (TGL 24 926)
Selenium rectifier blocks in metal casing

Iyp Kenndaten bei =~ Lan . Gehduse-
characteristics at  Co = 40 140 ¢ abmessungen
case size
Uan lon
v mA mm
B 250 C 90 250 90 10215X32
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Selengleichrichter Selenium rectifiers

Selenblockgleichrichter .im Plastgehéiuse (TGL 26 154)
Selenium rectifier blocks in plastic casing

Typ . Kenndaten bei Gehduse-

characteristics ot e = ~40 .. -H40°C abmessungen
case size
Uan . len
v mA mm
E 500 C15 500 15 103210x23
E 625 C15 625 15 10X 10X 23
M 500 C 30 500 30 10X 1023
M-625 C 30 625 30 10X 10X 23
V 25 C 15 250 15 103¢10x23
V 300 C 15 300 15 10X103x23
B 250 C 30 250 30 10X 10X 23
B 300 C 30 300 30 10X 10X 23
5
- . EsCi0 Aﬁ‘
-~ E60 C70 E 100 C 40
E75 C70 1| E125 Ca0
\ ( E2Ceo Il _filw " vocw i | Meocao
o E25 C60 = V37 C70 - 9 M 100 C 80
" M20 C120 o M 60 C 140 , V40 C 40
# M25 C120 M75 C 140 . V50 C40
L1l vio ceo B20 C 200 B40 C80
" |5.] V12,5 C60 ] s B25 C 200 " 2| B50 C80
5
1 5
10_ s o f
8  I'"" E 50 C 200 |
| [ 03 E 80 C 125
4t B 20 C 400 "
EL B 25 C 400 "
B 20 C25 } B 40 C 250 B 20 C 120
B25 C25 |20 23l B 50 C 250 . 1 B 25 C120
a ot
oL o
== = bx5=2 -
_ | ® 3 211 E 500 C15
- _‘I 1 | Eéscs
‘ I 10 ! M50 C 30
: ! ‘T?i M 625 C 30
o L3 L v s
38 B 250 C 90 Fsisreor - e B 300 C 30

91



Selengleichrichter Selenium rectifiers

Selenklammergleichrichter (TGL 24 925)
Bracket-shaped selenium rectifiers

Typ Kenndaten bei Gehéguse-
characte- #a=—40...440°C abmessungen
ristics at case size
Uan Ic 1)

v mA mm

B 20 C 500/300—1 20 500 6X17X20

B 20 C 500/300—2 20 500 6X17X20

B 25 C 500/300—1 25 500 61720

B 25 C 500/300—2 25 500 6X17x20

B 20 C 750/500—1 20 750 6X20X29

B 20 C 750/500—2 20 750 6X20X29

B 25 C 750/500—1 25 750 6X20X29

B 25 C 750/500—2 25 750 62029

B 20 C 1000/650—1 20 1000 6X33%29

B 20 C 1000/650—2 20 1000 6X33%29

B 2 5 C 1000/650—1 25 1000 63329

B 25 C 1000/650—2 25 1000 6X33%29

1) mit Kihiblech 200 cm?, 2 mm Al
with heat sink 200 cm?, 2 mm Al

Selenhochspannungsgleichrichter im Keramikrohr (TGL 24 928/01)
High-voltage rod-type selenium rectifiers

Typ Kenndaten bei

= e . 0,
characteristics  at Pa = —40 +40°C

Uan Ursm leN lermM ]

v kv mA mA mm
E2250 C 2,5 2250 9 2,5 200 50
E 3000 C2 3000 10,7 2 150 60
E3750 C2 3750 14 2 150 70
F 4500 C 1.7 4500 17,5 1.7 100 85
E 6000 C 1,5 6000 22,6 1.5 100 110

Selenhochspannungsstabgleichrichter im Kunststoffrahmen
(TGL 24 928/02)
High-voltage rod-type selenium rectifiers in plastics frame

Typ Kenndaten bei Gehduse-
characteristics  at abmessungen
%a = —40 ... 440°C case size
Uan Urr
\"% \' mA mm

E 3500 C 15 3500 14600 15 14X17 X153
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Selenium rectifiers

SJ
i B 20...25
i’l C 500/300—2

Selengleichrichter

B20...25 »
~— C 500/300—1 ]

8 9 9
B 20...25 B 20...25
] '_—‘Ic 750/500—1 ﬁ C 750/500=2
s b=20 N b=120
B 20...25 B 20...25
C 1000/650—1 . C 1000/650—2
b =33 b b=233

' $C1F207

[11)

Keramik- 153
rohr 750 . Mu

A mmm S @
E 2250 C 25... . @ @_'@_%9‘@?6@ ]i

E6000 C1,5 5677307

]
1480

7

%3

—4Qmax

LN

E 3500 C 15
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Selengleichrichter

Selenstabgleichrichter im HP-Rohr (TGL 200-8302)
) Rod-type selenium rectifiers in HP tube

Typ Kenndaten bei
characteristics at 9a=—40...+40°C

Uan IeN

v mA
E125 C5 12,5 5
E 25 C5 25 5
E375 C5 37,5 5

in gleicher Stufung bis
in constant intervals to

E 1500 C 5 1500 5

E125 C 10 12,5 10
E25 C 10 25 10
E 375 C10 37,5 10

in gleicher Stufung bis
in constant intervals to
E 500 C 10 500 10

~Swtenstabilisatoren (TGL 24 931)
* Selenium stabilizers

. ; Gehduse-
Typ Kenn Kenndote.n . bei Be == —40...140°C  abmessungen
zeichnung characteristics at case size
u‘:!enfn- Ue le R
fication Vv mA mm  mm
05 St 1 S1 05...06 .
1,0 St 1 S2 10... 12 05...20 5,0 TX7<8
1,5 St 1 S3 15...18
2,0 St 1 S 4 20...24
2,5 St 1 S5 25...30
30 St1 Sé6 30...36 05...20 75 77348
35St1 S7 35... 42
40 St 1 S8 40 ... 48
0,5 St 10 181 05 ...06
1,0 St 10 152 10...12
1,5 St 10 153 15...18 20..20 —-  6X1X125
2,0 §t 10 154 20...24
2,5 St 10 185 25...30
3.0 St 10 156 30...36 20...20 - 6X11Xx125
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Selengleichrichter Selenium rectifiers

Selenschaitdioden
Selenium switching diodes

Typ Kenndaten Gehduse-
characteristics abmessungen
case size
Ur Unp le le") Wp bei/at f
v v mA mA mW, Hz mm?)
D06 A 60 250 75 50 6 5 11,6X105%5,5
) bei Gruppenmontage von mehr als 4 Dioc‘len Weitere Varianten der AnschluBfahnen-
ot group mounting of more than 4 diodes gestaltung auf Anfrage beim Hersteller
méglich. .
Other terminal configurations are
avaliable

Selenamplitudenbegrenzer (TGL 200-~8139)
Selenium amplitude limiter

Typ KG 70

Pegel der Eingangsspannung
bezogen auf 0,775 V

input voltage pegel
related for 0,775V Np: —2 —1 0 +1 -+2 -1-3

Einfiigungsdampfung
bei 800 Hz

insertion attenuation
at 800 Hz Np: <0,05 <005 <03 05 ™11 17

4)0 31
::1(\ | TT‘I
' } Katodte
9
L "
37
i .
L)
T
b
5-.9| :
N$6 ;110 ol
n>6; l=0én+76 i Y T N | | 1
Nt Anzahi der Piatten T ] I
ik i
Em cmu.. 3 ‘_.- 381700 D 06 A
5
7
R 7 s
+ J o
g|E| | |
N 1
IN ry ;{F l:i
~
N
0,5 St 10... 563207
8 7 05 St 1...40 St1 |._s e| 30510 n
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